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1- TRANSISTOR NEDIR?

TransistOr girisine uygulanan sinyali yiikselterek gerilim ve
akim kazanci saglayan, gerektiginde anahtarlama elemani
olarak kullanilan yari iletken bir elektronik devre elemanidir.

2-) TRANSISTORUN TARIHCESI

20. Yizyilin en onemli buluslarindan bir1 olarak kabul edilen
ve elektronik devrelerin can damari olan transistorler, 1947
yilinda yapildi.

Bardeen ve Brattain, radyo ve telefon sinyallerinin
alinmasinda, giiclendirilmesinde ve yansitilmasinda kullanilan
termiyonik kapaklara kars1 bir se¢enek bulmak icin
ugrastyorlardi. Cabuk kirilabilen ve pahaliya mal olan bu
lambalarin 1sinmasi i¢in belirli bir stirenin gegmesi
gerekiyordu. Ayrica bir hayli de elektrik tiiketiyordu.

Brattain ve Bardeen germanyum redresor ile yaptiklari
deneylerde, germanyum kristali lizerindeki serbest elektron
yogunlugunun, redresoriin her iki yondeki karakteristigine
olan tesirini incelediler ve bu sirada, catwhisker'e yakin bir
baska kontak daha yaparak deneylerini suirdiirdiiler. Bu sirada
ikinci whisker de akim siddetlenmesinin farkina vardilar ve
elektronik tarihinin bir doniim noktasina tekabiil eden
transistor boylece kesfedilmis oldu.

Adim1 Tranfer — Resistor' yani tasiyici direng kelimesinden
alan transistor'in gelistirilmesine daha sonra gruba William



Shockley de katildi ve bu tiglii 1956 yil1 nobel fizik 6diiliine
layik goruldiiler.

3-) BIT’LER (Bipolar Junction Transistor)
Baglantili transistor (Bipolar Junction Transistor ,BJT), yari
iletken bir mono kristalin i¢inde birbirinden ya bir P

bolgesiyle ayrilmis iki N bolgesi (NPN transistor) yada bir N
bolgesiyle ayrilmis iki P bolgesi (PNP transistor) olusturarak

elde edilen bilesendir.

4-) FET’LER (Field Effect Transistor)

Yiiksek giris empedansina sahip, tek kutuplu, gerilim
kontrollii bir elemandir. Elektrik alani prensiplerine gore
calistigindan alan etkili transistorler olarak bilinir.

5-) JFET’LER (Junction Field Effect Transistor)

JFET (birlesim yiizeyli alan etkili transistor) iiretilen ilk alan
etkili transistorlerdir. JFET'ler li¢ bacaklhidir; G (Gate), S
(Source) ve D (Drain). JFET'lerin G bacaklar1 normal



transistorlerin base bacagina, source bacaklar1 normal
transitorlerin emiter bacagina, drain bacaklari ise normal
transistorlerin kollektor bacaklarina benzetilebilir.

6-)MOSFET’LER (Metal Oxide
Semiconductor Field Effect Transistor)

MOSFET, sayisal ve analog devrelerde en sik rastlanan alan
etkili transistor tiirtidiir.

JFETlerde Gate Source ters polarlanmis bir PN
olusturmaktadir. MOSFETlerde ise boyle degildir.
MOSFETlerde gate(kap1) dyle olusturulmustur ki drain ile
source arasindaki bolge tizerine silikon dioksit ve onun
tizerine de gate elektrotu (metal plaka) konularak yapilmistir.
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7-) FOTO TRANSISTORLER

Foto transistorler, elektrik akimini 1s1k 1le kontrol eden devre
elemanlaridir. Genel olarak her tiirlii transistor, 15181 gorecek
sekilde seffaf muhafazalara konulsaydi, foto transistor olarak
kullanilabilirdi. Ancak foto transistorlerde bazi etki gbz oniine
alinarak diger transistorlerden farkli bir tasarim teknigi

kullanilmastar.
8-) Transistorleri Etkileyen Faktorler
Limit Degerlerinin Uzerine Cikma (Asir1 Yiikleme)
Her bir transistoriin kataloglarda belirtilen bir akim, gerilim ve
frekans limiti vardir. Bu limit degerleri transistorlerin
dayanabilecegi maksimum degerlerdir ve bu degerlerin

lizerine ¢ikildiginda transistor dengesiz ¢alismaya baslar, hatta
bozulabilir.



Sicaklik

Transistorler de diger yar iletken devre elemanlar gibi
sicakliktan olumsuz yonde etkilenir. Bunun sebebi sicaklik
arttiginda transistorii olusturan yari iletkenlerde kovalent
baglarin bir kisminin bozulmasi sonucunda serbest hale gegen
elektron sayisi1 artar ve ¢ikistan alinan degerlerin degismesine
neden olur. Diger yandan sicakligin artmasi kollektor sizinti
akimini da ytikseltir.

Manyetik Alan

Basta hassas transistorler ve entegreler olmak iizere elektronik
devre elemanlar1 dis manyetik alandan olumsuz etkilenir ve
asirt manyetik alanda yanlis ¢calismaya baslarlar.

TransistOorler: Ters Polarma

Transistoriin ayaklarina uygulanan gerilimlerin ters yonde
olmas1 ve uygulanan gerilimin transistoriin dayanabilecegi
maksimum gerilimin {istiinde olmasi transistoriin bozulmasina
sebep olabilir.

9-) Transistorlerin standartlar

Transistorler ¢esitli govde bigimlerinde ve teknik 6zelliklerde
uretilirler. Govde tizerinde iiretici firma kodu, teknik
ozellikler1 belirten kodlar ve transistoriin bacaklar ile 1lgili
bilgiler bulunur. Transistorlerin govdesi tizerindeki bu
kodlamalarda ¢esitli standartlar kullanilir.



Avrupa (Pro Electron) Standardi

Bu tip kodlamada birinci harf transistoriin yapiminda hangi
yart iletken maddenin kullanildigini belirtir.

A :Germanyum

B :Silisyum (Silikon)

C :Galyum arsenik

D :Indiyum antimuan

R :Polikristal yar1 iletken

Ikinci harf transistdriin cinsini ve kullanildig: yeri belirtir.

A :Ses frekans 0n ylikselte¢ devrelerinde kullanilir.

C :AF (al¢ak frekans, ses frekans) diisiik gliclii ¢ikis
devrelerinde kullanilir.

D :Ses frekans (AF) gii¢ transistorii

F :Yiksek frekansl gli¢siiz transistor

L :Yiiksek frekans gii¢ transistorii

P :Isiga duyarli devre elemani (foto transistor vb.)

S :Kiiciik giiclii anahtarlama (switching) transistori
G :Giiclii anahtarlama transistorii

Z :Yiksek glclii anahtarlama transistorii

Kodlamalarda ti¢iincii harf olarak kullanilan X, Y, Z harfleri
transistorlerin endiistriyel amacli, profesyonel ve kaliteli
oldugunu gosterir. Rakamlar ise diger tiretim bilgilerini verir.



ABD (EIA, Amerikan) Standardi

Kodlamalar1 2N ile baslayan transistorler Amerikan
standardindadir. Diger ABD kodlar1 ZN, CK dir. ABD
standardina gore 1 diyot, 2 transistor, 3 FET ve 4 optokuplor
anlamina gelir. ABD standartlarina gore 2 den sonra gelen N
harfi transistoriin yapiminda silisyum kullanildigim belirtir. N
den sonra gelen sayilar ise firma tarafindan verilmis imalat
seri numaralaridir

Japon Standardi

Kodlamanin 2S ile basladigi Japon standardinda 0 fotodiyot, 1
diyot, 2 transistor - tristor anlamina gelir. S harfi de
transistoriin yapiminda silisyum kullanildigini belirtir. 2S ten
sonra gelen harflerin anlami ise soyledir.

A : PNP yiiksek frekans transistorii

F : Tristor

B : PNP alcak frekans transistori

J : P kanall1 JFET

C : NPN yiiksek frekans transistorii

K : N kanalli JFET

D : NPN alcak frekans transistorii

M : Triyak

10-)Sonug

Bu sunumda transistorlerin tarihgesi ¢esitleri 6zellikleri ve
standartlar1 arastirilarak aciklanmaya ¢alisiimistir.



11-)Kaynak¢a

www.robotiksistem.com

www.silisyum.net

www.wikipedia.com

www. 101science.com/transistor/

www.slideworld.com
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1. Cathode Ray Tube (CRT)

1.1 CRT Nedir?
CRT monitorler, standart renkli televizyon teknolojisi olan elektronlarin dogrudan bir cam
tiiplin arkasina 1s1nlandig: tiip teknolojisi ile ¢aligirlar.

Sekil 1.1 CRT bilgisayar monitorii Sekil 1.2 CRT televizyon

1.2 CRT Calisma Sistemi

CRT monitorlerde,elektron tabancasindan ¢ikan elektronlarin monitér yiizeyindeki fosfor
tabakasina ¢carpmasi sonucunda meydana gelen 1s1ma sonrasinda resim (pixel* olarak)
olusur.

Elektron taramasi ekranin sol iist kosesinden baslayarak soldan saga dogru yapilir.

Bu tarama islemi saniyede 85 kereden az oldugunda titreme goriirtiz. Bu titreme tarama
yapilirken 15181n ¢ok kisa bir siire sonmesinden kaynaklanir.

Tarama tazeleme hiz1 Hz. (hertz) birimi ile 6l¢iiliir. Tazeleme oran1 85Hz tistiinde ise
titremeyi hissetmeyiz. Orn:60 Hz.’in anlami;saniyede 60 kez tarama yapilmasidir.

Tarama hiz1 goz ile algilanamayacak kadar hizlidir ve ekranda sabit bir goriintii-resim
olarak algilanir.

Sekil 1.3 CRT ¢alisma modeli

2



2.1 Siv1 Kristal Nedir?

Bildigimiz iizere kristal denince aklimiza kaya gibi sert bir madde
gelir. S1vi denince de akiskan bir madde gelir. Peki siv1 kristal denilen bir yap1y1 olusturmak
nasil miimkiin olabilir?

Okulda 6grendigimiz en temel kanuna gore; maddenin {i¢ hali bulunur. Bunlar kati,
siv1 ve gaz olarak siralanir. Kat1 maddeler sekillerini korurlar ¢iinkii molekiilleri yonelimlerini
degistirmezler ve bir kuvvet altinda dahi sekilde ayni kalirlar. Sivi maddelerde ise durum
bunun tam tersidir ve molekiiller yonelimlerini ve pozisyonlarini korumazlar, dolayisiyla sivi
icerisinde her yere hareket edip konumlarini degistirebilirler. Fakat bazi yapilar vardir ki
bunlar hem kat1 hem de siv1 gibi davranabilirler. Yapilar bu halde olan olduklarinda
molekiiller katilarda oldugu gibi yonelimlerini korurken, sivilardaki gibi farkli yerlere hareket
edip pozisyonlarini degistirebilirler. Bu nedenle likit kristal yapilar, ne sivi ne de kati olarak
nitelendirilemezler.

2.2 Sivi Kristal Cesitleri
Kristal sivilarin molekiillerinin siralanisi asagida belirtildigi gibi tic degisik sekile
dayanmaktadir.

Smetic

Molekiiller yatay oldugu kadar dikey bir hat iizerinde siralanmislardir.

O000
O000
Q000

Sekil 2.1 Smetic gosterim modeli
Nematic

Molekiiller sadece dikey bir hatta siralanmislardir.

Sekil 2.2 Nematic gosterim modeli



Cholesteric

NEMATIC tipindeki siralanis her tabaka icin yatay fakat yonleri dikey yone dogru atlayarak
spiral olarak siralanmisglardir.
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Sekil 2.3 Cholesteric gosterim modeli

Genelde, kristal s1vi ile tiretilen ekranlarda NEMATIC model kullanilir, LCD isareti bu tip
iirlinti gdstermektedir. (display TN = Twist NEMATIC).

Ayrica elektrikli bir hatta sahip olmalar1 da onlan karakterize eden etkenlerden biridir. (Her
molekiil kutupludur), yatay olan kenara gore ya yatay ya da dikey olabilirler.

Molekiiller elektrik alanlarina duyarlidirlar ve béyle durumlarda hepsi ayn1 hizaya girip
ayn1 pozisyonu alirlar.

| Negatif NEMATIC (Nn)

(¢ Pozitif NEMATIC (Np)

= =

Sekil 2.4 molekiillerin elektrik alanda aldig1 pozisyon

2.3 LCD Tarihgesi

Likit kristal 1888 yilinda Avusturyali bitki bilimci Fredreich Rheinizer tarafindan
kesfedildi. Sabunlu suya benzeyen bu yari kati yari likit madde 1960’11 yillarin ortalarinda
farkl1 bir 6zelligi ile 6n plana ¢ikt1.
1963’ de bir arastirmaci olan Williams, kristal sividan gegen 15181n degistigi ve bir elektrik
giicline doniistiiglinti kesfetti.

Bes yil sonra, bir arastirmaci Heilmeyer bu buluslardan yararlanarak bir prototip ekran
gerceklestirdi. Bu prototipin basarisi sivi kristalli ekranlarin modern teknolojisi ile yeni bir
c181r agmugtir.

1972 Ik aktif matris siv1 kristal ekran panel Amerika Birlesik Devletleri'nde iiretildi.



Artik giintimiizde ise LCD ekranlar teknoloji ile hayatimizin her alaninda
karsilagmaktay1z.

2.3 LCD Paneller
Renkli grafik elde edebilmek i¢in {i¢ farkli teknoloji mevcuttur.

¢ Common-Plane
e Passive-Matrix
e Active-Matrix

2.3.1 Common-Plane LCD
Az sayida pixele sahiptirler.

Saat, reklam panolar1 vb. uygulamalarda kullanilir.

Daha karmagik Common-Plane LCD ekranlar ile hesap makinesi,hatirlatma cihazlari,avug i¢i
oyun uygulamalarinda kullanilmaktadir.

Sekil 2.5 Common-Plane LCD goriintiisii

2.3.2 Passive-Matrix LCD
Iki parga cam kullanilarak yapilir.

Camlardan biri yatay diizlemde digeri ise dikey diizlemde kullanilan yar1 iletken 6zel bir
maddeye gegirgenlik saglar.

Liquid Crystal 1zgara seklinde uzanan iki cam parcasi arasinda kalir ve elektrik akimi ile
yonlendirilir.
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Sekil 2.6 Passive-matrix modeli

2.3.3 Active Matrix LCD
LCD monitorlerin bu ¢esidi TFT (Thin Film Transistor) teknolojisi ile tiretilmistir.

TFT ve Kondansatdrlerin cam bir tabaka iginde birlestirilmesi ve LCD yapinin i¢ine
konulmasiyla bu yap1 ortaya ¢ikmistir.

Her pixel 1 ile 4 arasinda degisen TFT kalibi ile kontrol edilir.
Passive-Matrix yapida oldugu gibi satir ve siitunlara elektrik akimi uygulanmaktadir.

Elektrik akim1 ekran iizerinde ilerlerken sadece dogru adreslere ugradigi noktalarda durur. Bu
islem her pixeli kontrol altinda tutan transistorler sayesinde gerceklesir. Kondansatorlerin
gorevi ise iki tazeleme islemi arasinda gecen siirede hedef pixel adresindeki elektrigi tizerinde
tutarak siirekliligi saglamaktir.

LCD ekranlarda her pixelin altinda ii¢ alt pixel vardir.

Ug ana renk olan, kirmiz1 -,yesil ve mavi renkler alt pixeller iizerinde tutulur. Active-Matrix
ekranlarda her alt pixeldeki renklerin karisimi sonucunda 16.8 milyon renk elde edilmistir.

Yani;

256 ton kirmiz1 X 256 ton yesil X 256 ton mavi = 16.777.216 adet renk elde edilir.

2.4 LCD teknolojisinde kullanilan paneller

2.4.1 TN (Twisted Nematic)

TN tiiriindeki paneller en ¢ok kullanilan, en sik rastlayacaginiz panellerdir. TN paneller hem
ucuz, hem de hizhidirlar. Buna karsin, diisiik goriis agis1 ve 16.7 milyon yerine 16.2 milyon
renk gosterebilme gibi dezavantajlari1 vardir. Bugiin carsiya ¢iktiginizda karsiniza ¢ikacak
monitorlerin ¢ok biiylik cogunlugu TN tipinde paneller kullanacaktir. Renk hassasligindaki
eksiklik ortalama bir kullanicinin kolay kolay fark edemeyecegi diizeydedir.



2.4.2 VA (Vertical Alignment)

Daha yaygin ismiyle MVA (Multi-domain Vertical Alignment) tipindeki panelleri
kullanan monitdrler, hem yiiksek goriis acilari, hem de renk kalitesi ac¢isindan cazip
iiriinlerdir. Bu teknolojinin zayif noktasi, TN panellere gére daha pahali olmasi ve 19”
boyutunda ve daha biiyiik monitdrlerde kullanilmasidir. MV A tipi goriintii panelleri tam 16.7
milyon renk gosterebilirler bu ylizden de 6zellikle aranan panellerdir.

2.4.3 IPS (In Plane Switching)

Bu tiirii panelleri kullanan monitorler, piyasada en az rastlanan monitorlerdir. Genis goriis
acisina ve tam renk {iretimine sahip bu teknoloji, tepki hiz1 agisindan bir ilerleme
kaydetmedigi i¢in genel kullanimda ciddi bir avantaj sunmamakta ve su anda daha ¢ok
oldukea {ist seviyeli, masaiistii yayincilik odaklt monitorlerde kullanilmaktadir.

2.7 High Definition TV (HDTV) Nedir?

Biiyiik boyutlu ekranlarda;yiiksek tanimli goriintli daha keskin ve berraktir. Yiiksek tanimli
goriintii izleyebilmek icin HD destekli goriintii birimi gerekmektedir.Bunun i¢in LCD veya
plazmaya sahip olmaniz gerekir.

Geleneksel televizyon yayinlart 625 satir igerirken, High Definition (HDTV) 720 ya da 1080
satir icerir. Satir sayisindaki bu artig daha yiiksek ¢oziiniirliiklii daha net goriintiiler saglar.
1080 satir en gergekei goriintiiyli sunar. Ancak 1080 bi¢imindeki video, yayinci agisindan
daha fazla bant genisligi kullanir ve {iretilmesi 720 satirdan ¢ok daha pahalidir.

2.7.1 HDTYV Yararlar Nelerdir?

v" Cok iistiin resim kalitesi
Cok zengin renk
Miikemmel net goriintiiler
Yiiksek ayrint1 seviyesi
Genis ekran yayin

ANEA NI NN

Sekil 2.7 HDTV yaymn



2.6 Video Standart

Cizelge 2.1 Video standartlari

EnBoy

Mode Pixel Adedi Ot Kullanim Yenr
WiEA 40 x4 80 43
SVGA 800 =500 43
“G“{,E“E:’m Graphics | yooq | x788 43 15- e 17-ing CRT, 15-m LCD monitirer
WEGA (Wide KGA) Y3E5 ¥ TED 1658 Genis anil 15 4-ng Molebook'lar, LCDler
SHGA [Super XGA) 1280 1034 54 15-we 1T-ing CRT, 17- 190 LED monitdrer
wsxs:;:w-ue SKGA | ygag x 1050 16518 | Genis agili 20-ing LCD monitorer
LICGA, (Llbra XA 1800 x 1200 d-3 153, 20, Z1-mg CRT, 20-ing LCO momldeder
WUKEG‘A;FE W 1520 x| 200 1610 Ganis acih 2F-n ve daha bayuk LCD maomitner
OXGA (Ouad XGA) 2048 x {536 43 21-ini, ve daha bk CRT monitirier

3. Plazma

3.1 Plazma Nedir?

Giinliik hayatimizda maddenin ii¢ farkli haliyle iciceyiz. Hepimizin bildigi gibi bu
haller; kat1, siv1 ve gazdir. Ancak maddenin dordiincii bir halinin de varoldugu 1879da bir
Ingiliz fizikgisi olan William Crookes tarafindan ortaya atilmis ve 1929 yilinda Amerikali
bilim adami1 Dr. Irwing Langmuir tarafindan bu hal "plazma" olarak adlandirilmistir.

"Plazma" terimi, iyonlasmis gaz halini ifade etmektedir. Iyonlasmis durumdaki gaz,
pozitif yiiklii molekiil veya atomlar ve negatif yiiklii elektronlar1 icermektedir. Maddenin
plazma hali ¢ok yiiksek sicakliklarda veya giiglii elektrik veya manyetik alanlarla
olusturulabilir. 10.000 Kelvinin lizerindeki sicakliklarda tiim molekiil ve atomlar iyon haline
gecerler.




3.2 Plazma Teknolojisi

Plazma teknolojisinde her pikselde icleri 6zel bir gaz karisimi(neon-ksenon) ile dolu duslk basingli
kapali cam bolmecikleri vardir. Cihaza elektrik verildiginde bu bélmelerin icindeki 6zel gaz karisimi,
maddenin ¢ halinden farkli olan plazma haline donisiir ve goriinmeyen UV isini yayarlar.

Visible Light Transparent

T 4% electrode
|glass
Dielectric- "
layer
rib E B
Phosphor :
[glass |

Sekil 3.1 Plazmada UV igmlarinin yayilmasi

Bu 151n kirmizi, mavi ve yesil fosfor tabakasina ¢arparak goriiniir 15181 ve dolayisiyla renkleri
olusturur.
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Sekil 3.2 Plazma da renklerin olusumu
3.3 Plazma TV

Standart televizyonlara gore ¢cok daha yiiksek olan ¢oziiniirliikk ve parlak renklerden olusan
yiiksek kalitede goriintii saglarken; yliksek kontrast ve parlaklik oran1 detaylarin daha net
goriinmesini ve aydinlik ortamlarda bile miikkemmel izlenmesini saglar.

Yatay ve dikey olarak 160 derecelik izleme agisi ile farkli konumlardan ekrani rahatlikla
gorebilirsiniz
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Sekil 3.3 Plazmada izleme agis1 160 derecedir Sekil 3.4 Plazma TV

Isik ve renk standart televizyonlarda elektron 1sinlar1 kullanilarak olustugundan ekran
manyetik alanlara kars1 hassastir. Dolayisiyla hoparldr gibi icinde kuvvetli miknatis bulunan
cihazlar televizyona yaklastirildiginda goriintiide bozulma olur. Plazma teknolojisinde ise 151k
ve renk farkli bir yontemle olusturuldugundan manyetik alanlardan etkilenmez.

Hem TV hem PC monitori olarak kullanilabilir.

Sekil 3.5 Hem TV hem PC monitorii olarak kullanilabilir.
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4. CRT-LCD,Plazma Karsilastirilmasi

Cizelge 4.1 CRT-LCD,Plazma karsilastirilmasi

CRT LCD.PLAZMA
4:3 en boy orani 16:9 oraninda genis ekranlar
Gok yer kaplar Az yer kaplarlar,Ince yapiliciriar

Bombeli ekranlarimn kenarlarinda
| goriintiide bozulmalar olur,

bozulma olmaz.

Ekran parlakligi homojen degildir.

Parlakhik ekranin heryerinde aynidir.

Agirdir.

Hafiftir.Duvara monte edilir,tavandan
sarkitilir.

Isik ve renk elektron isinlarn

kullanilarak olustugundan
elektromanyetik alanlara karg

=

hassastir.Icinde miknatis bulunan
cihazlar tv ye yaklastinldiginda

gorintide bozulmalar olur.

Isik ve renk farkl yontemle

olustugundan manyetik alanlardan
etkilenmezler.

saglamaz.

Tumd tam ylkseK tanimh ¢ozunuridk

YUksek ¢ozUnurlUkIO gorantid almak
daha kolay

4.1 LCD,Plazma Karsilastirilmasi

Cizelge 4.1 CRT-LCD,Plazma karsilastirilmasi

LCD PLAZMA
Yiksek hizda ekran tazeleme Daha gercekei renkler
| Daha dilglk enerji tilketimi Daha yilksek enerji tilketimi
Ekran boyutu 13 ing-45 ing arasi Ekran boyutu 32 ing-65 ing arasi
Daha uzun kullanim dmrl Daha diisiik kullanim dmri
Daha dilgiik izleme agisi Daha genis izleme agist
Aydinlik ortamlarda daha iyi gorlintl | Karanhk ortamlarda da cok iyi gorintl
Yilkseh cozUnirlUklerde fivat farki cok | Yiksek goziniirlUklerde fivat fark cok
Hem tv hem pc monitdri  Hem tv hem pe monitorl
Yiiksek ekran boyutunda daha ylksek | Yiksek ekran boyutunda daha uygun
fiyatlar fiyatlar
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KAYNAKLAR
http://www.bilgiustam.com/liquid-crystal-displaylc d-nedir-likit-kristal-ekranlar-nasil-calisir

http://www.cizgi-tagem.org/resource/vfiles/tagem/dms_file/1201/LCD_Training.pdf
http://tr.wikipedia.org/wiki/Liquid_crystal_display
http://en.wikipedia.org/wiki/Liquid_crystal_display

http://www.ozmena.com/plazma-plasma-tv/plazma-panellerin-calisma-prensibi-96043.html

12



T.C.
YILDIZ TEKNIK UNIVERSITESI

ELEKTRIK-ELEKTRONIK FAKULTESI

ELEKTRONIK VE HABERLESME MUHENDISLIiGI BOLUMU

[Isik yayan ekran yapisi, ozellikleri ve Standartlari]

Mesleki Terminoloji-1 Seminer Raporu

[10014036 Muhammed Emre ALTUNOK]

istanbul, 2012



ICINDEKILER

Sayfa
1 LIS vveeeeetee et e ettt e ettt e et e e e teeeetaeeesbeeesasaeesssaeesssaeesssaeasssaeansseeassseesnsseesnsseesnsseesnseeanns 1
2. Isik yayan ekran yapisi, Ozellikleri ve standartlart ...........cccoeeveevieiciieniincieenienien, 2
2.1 e YaAPISTucitieiiieiieeiie ettt ettt ettt ettt st e e e e bt e et e e taeenbe e seeerbeesaeenseans 2
2.2 Led DISPLaY...eetieiiieiieee ettt ettt st sttt et ens 2
22.1 Kullanim ALANT c..co.eeiiiiiiiieeceee et 2
3. SONUGIAT ... e e e e e et e e e e atae e e e e araeeeeennaeas 3
INTERNET KAYNAKLARI ..ottt sttt s 3
ERLER ..ottt ettt b bbbt b et ettt nae s ne e 3
Ek 1  Isik yayan ekran yapisi, 6zellikleri ve standartlari sunumu............ccooeeeiieniinnienenne. 4



1. Giris
Led display’in daha 1yi anlasilabilmesi i¢in birim yapisi olan led hakkinda bilgi edinelim:

Isik yayan diyotlar (Light Emitting Diodes), dogru yonde gerilim uygulandiglr zaman 1s1yan,
diger bir deyimle elektriksel enerjiyi 151k enerjisi haline doniistiiren 6zel katki maddeli

diyotlardir.

20. ylizyilin baslarinda Marconi Labs firmasindan Henry Round yari-iletkenlerin 151k

yayabildigini savundu.

1920'lerin ortalarinda Rus arastirmaci Oleg Vladimirovich Losev ilk LED modelini iiretti.

Fakat bu arastirma donemin bilimsel ¢evreleri tarafindan gérmezden gelindi.

1961 yilinda Texas Instruments firmasindan Gary Pittman ve Bob Biard kizilotesi LED'in

patentini aldilar.

1962 yilinda General Elektrik (General Electric Company) firmasindan Nick Holonyak Jr. ik
151k yayan diyodu(VLED- Visible Light Emitting Diode) kesfetti. 1962 ilk ticari led tiretildi,
ilk tretilen kirmizi led'ler sinyal ve gostergelerde kullanldi.1971 artik sari, yesil, turuncu
led’ler mevcuttur ve teknolojide siirekli iyilestirmeler gerceklesmektedir. 1991 Beyaz led
teknolojisi kullanilmaya baslandi. 1993°te Yiiksek verimli, mavi ve yesil led’ler kullanilmaya

baslandi.



2. Isik yayan ekran yapisi, ozellikleri ve standartlar:

2.1 Led yapisi

P ve N tipi yar iletken katmanlar(Led ¢ipi), yansitict yiizey ve iletken alanlar bir led’in

yapisini olusturur.

Epoxy lensfcase
Wire bond
Reflective cavity

Semiconductor dis

Arwil

Post ] Leadirame

Flat spot

Anode Cathode

Sekil 2. 1

2.2 Led Display

Yapisinda led bulunan goriintii birimlerine verilen genel isimdir. Ledler bazen dogrudan
goriintli elde etmede kullanilirken bazen de sadece arka plan aydinlatmasi gorevini

ustlenmektedir.

2.2.1 Kullanim Alam

Led display kullanim acisindan genel olarak indoor ve outdoor olmak {iizere iki grupta
incelenir. Calisma yapisinda degisiklik olmamasina karsin kullanilan dis malzeme ortama

uygun olarak se¢ildigi icin bu ayrim mevcuttur.



3. Sonuglar
Led’in yapist incelendi, diger aydinlatma birimlerine gére daha az enerji harcadig1 goriildii.

Led Display incelendi ve yapisal olarak bi fark olmasa da kullanim alanlarindaki(dis ortam)
farklardan dolayin indoor ve outdoor led display seklinde iki ana grupta siiflandirildigt

goriildil.

INTERNET KAYNAKLARI

[1] www.en.wikipedia.org
[2] www.dere.cankaya.edu.tr/

[3] www.electronics.howstuffworks.com

EKLER

Ek 1  Isik yayan ekran yapisi, 6zellikleri ve standartlart sunumu



Ek1 Isik yayan ekran yapisi, ozellikleri ve standartlar1 sunumu

014 2701 Mesleki Terminoloji dersi 2 Kasim 2011 tarihli sunum
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GIRIS

Bellekler, elektronik bilgi depolama iiniteleridir. Bilgisayarlarda kullanilan bellekler,
islemcinin istedigi bilgi ve komutlar1 maksimum hizda islemciye ulastiran ve iizerindeki
bilgileri gecici olarak tutan depolama birimleridir. Islemciler her tiirlii bilgiyi ve komutu
bellek {izerinden alir. Bilgisayarin agilisindan kapanisina kadar saglikli bir sekilde calismak
zorunda olan en 6nemli bilgisayar bilesenlerinden biri bellektir.

Bellek, bir bilgisayar sisteminin birincil parcasidir. Mikroislemci ile birlikte diger sistem
aygitlarina direkt ve ¢abucak ulasabilen islenmis bilgileri depolamak i¢in bir ikili olarak
calisir.

RAM, "Random Access Memory" (Rasgele Erisimli Bellek) kelimelerinin bas harflerinden
olusan bir kisaltmadir. RAM bilgilerin gegici olarak depolandig bir hafiza tiiriidiir. Tk
zamanlar yaygin yazilabilir RAM, 1949-1952 yillar1 arasinda gelistirildi. Manyetik ¢ekirdek
bellek olarak bir¢ok bilgisayarda kullanildi. Daha sonra 1960'larin sonu ve 1970'lerin basinda
statik ve dinamik entegre devreler gelistirildi. Daha sonra bunlara ek olarak degisik 6zellikler
eklendi.

ROM, bilgisayarlarda ve diger elektronik aletlerde kullanilan bir depolama birimidir. RAM
gibi yazilip silinebilen bir depolama birimi degildir. ROM igerigi sadece iiretim aninda
yazilir. En basit yapili transistorlii ROM, transistoriin kendisi kadar eski bir tarihe sahiptir.

Referanslar: tr.vikipedia.org,www.turkopedi.com



5.SAYISAL BELLEK(MEMORY) DEVRELERININ YAPISI,OZELLIiKLERI ve
STANDARTLARI

5.1BELLEK iCIN KULLANILAN TERIMLER

Bellek i¢in kullanilan bazi terimler bulunmaktadir. Bellek hiicresi, tek bitlik bilgiyi saklamak
icin kullanilan aygit veya elektriksel devredir. Byte, 8-bit kelime i¢in kullanilan 6zel bir
terimdir. Bir byte daima 8-bit igerir. Kapasite, bellek aygitinin bir pargasinda veya bellek
sisteminin tiimiinde ne kadar bitin depolanabilecegini belirtmek i¢in kullanilir. Adres,
kelimelerin bellek i¢indeki yerini tanimlar. Okuma islemi, bellek biriminin i¢indeki belirli
adresteki veri kelimesinin okuma komutu aldiktan sonra bellek digina transfer edilmesidir.

1 Byte = 8 Bit

1 Kilo Byte (KB) = 1024 Byte

1 Mega Byte (MB) = 1024 Kilo Byte
1 Giga Byte (GB) = 1024 Mega Byte

1 Tera Byte (TB) = 1024 Giga Byte

Okumal ]
Bellek Tipi | Ozellikieri v a Kalicl | Hizi Fiyat'bit
) Bar et yazmacg. Genelikle sayisal devrelerde Lok gok | Cok
Flip-Flop tamel tasanm biogu olarak kullamlir Fvel Hayr Hizl Y uksek
Bayt, kelime vaya qf kelime tutan FF sefidir
Yazrmag Mikroiglemeiler gibi  karmagik yonpalann | Evet Hayr E?;fl gok Egl:ir ok
iginde kullanihr, =
SRAM Adreslenshilir FF dizisidir. Verinin gegici Evel Hayir Cok Yiiksek
olarak saklanmas igan kullanihie Hizl
Adreslenebilir depolama hicre dizisidir. Ana
DRAM belleklerds ven saklamak igin kullamlr, Evel Hayir | Hizli Orta
Adreslonobilir donamimia baglanmis hocre K
ROM dizisidir  Programlamasi  yonga  orefimi | Hayr Bvat EE“ Diigiik
sirasinda yapalir
Adreslenebilir sigarta dizisidir | -.
PROM Programlamas: kullamc tarafindan bir ker Bir kaz Eveat Cok Yilksek
yopikr: yazihr Hizh
Silinebilir ve yazilabiir ROM. Sime iglemi | Birden
EPROM ozelikli morotesi (ultraviclet) 13Imas) ile | cok Evet | Orta Onrta
yapilir. wvazilir
Bir kez programianabilr ROM. Temelde | Bir kez
OTPHROM EPROM 'a benzer fakat penceresi yokiur wazilir Evet Oria Orta
EEPROM Elaktrik ile silinebilir ROM. Yazma gewnmi Evel Evet Dusuk Yitksek
sayilan sinridir
FLASH Bolgesel silinebiir ROM. Yazma cevami - :
ROM sayilan siniridir. Evet Evat | Orta b
Batarya destekli SRAM veya
iy
NOVRAM | SRAMEEPROM melez toknoloj Evel | Evet |Ora ] Yuksek

Tablo 5-1Yariiletken Bellek Ozellikleri



Dinamik ——M0S
D ‘ ¥0S
Statik —[

Bipolar/M0S
Timlegik | |
Bellekler Mask ROM=—MOS
PROM Bipolar/M0S
| ROM|
EPROM———M0S
EEPROM——MOS

Sekil 5-1 Tumlesik Bellekleri Siniflandirilmasi
5.2RAM

RAM'e 'Random Access' yani 'rastgele erisimli’ denir. Veriler, sistem tarafindan belleklere sik
ve belirli bir diizen dahilinde gonderilmez ya da alinmazlar. Verilerin RAM'de saklanmasi
sistem calisir durumda kaldig1 siirece miimkiindiir. Yani sabit disklerde oldugu gibi var olan
bilgilere sistem kapandiktan sonra tekrar ulasilamaz. Isletim sistemi islem yapacag1 zaman,
istenilen veriler bellekte yazili olduklar1 adreslerden geri alinirlar. Bellek adreslerine hizli bir
sekilde ulasilmas1 sistemin genel performansini olumlu yénde etkiler.

Entegra Segm i
Ohéiima ’
Yazma )

Adres Yol

\riyol

Sekil 5-2 RAM Entegre Yapisi

RAM'ler hem okunabildigi hem de yazilabildigi i¢in kontrol girisine ek olarak okuma ve
yazma girisleri de bulunur. RAM'in kapasitesine gore veri yolu ve adres yolunu olusturan
bacak sayilar1 belirlenir. Veri yolundaki iki yonlii ok RAM'e verilerin aktarilabilecegini, ayni
zamanda da RAM'den verilerin okunabilecegini gostermektedir. Buna karsilik adres yolu tek
yonliidiir ve istenen adres RAM'e iletilir. RAM genellikle ana kart {izerindeki SIMM (Single
Inline Memory Modules) veya DIMM (Dual Inline Memory Modules) adi1 verilen yuvalara
takalir.



RAS

) : Transistor
Dielektrik katsayiya sahip .

yaltkan malzems letken plakatar J_
c-c 4 \¥/‘_L“" 2
Cas Hundansattﬂ;

Sekil 5-3 Kondansatoriin Yapist Sekil 5-4 Transistoriin yapist

Her bir hafiza hiicresi(bir bit depolayan), bir adet yar1 iletken kondansator ve transistordan
meydana gelmistir. Kondansator bilgi depolar, transistor ise bilginin okunmasi ve
degistirilmesi i¢in kullanilir. Elektrik yiikii prensibi ile calisir. Veriler elektrik yiikleri ile
temsil edilerek hafizada tutulur. Kondansatorde elektrik yiikii varsa 1 yoksa 0 kabul edilir.

5.2.1RAM CESITLERI
iki tip temel RAM vardir :
DRAM (Dinamik RAM)
SRAM (Statik RAM)

1. DRAM: DRAM tipik olarak, 50 ila 70 nanosaniye (ns) arasinda erisim hizina sahiptir ve
cogu bilgisayarda, sistem belleginin cogunlugunu teskil eder. DRAM daha yavas ve daha
ucuz olmasina ragmen, sik sik tazelenmeye ihtiya¢ duyar ya da igerindeki veriyi kaybeder.

DRAM’e “dinamik” RAM denmesinin sebebi, veriyi elinde tutabilmek i¢in her saniyede
yiizlerce kez tazelenmek ya da yeniden enerji ile doldurulmak zorunda olmasidir. Tazelenmek
zorundadir; ¢linkii hafiza hiicreleri elektrik yiiklerini depolayan minik kondansator igerecek
sekilde dizayn edilmistir. Bu kondansatorler, kendilerine yeniden enerji verilmedigi taktirde
yiiklerini kisa siirede kaybedecek olan ¢cok minik enerji kaynaklar olarak gorev yaparlar.
Ayn1 zamanda hafiza dizisinden birinin alinmasi ya da okunmasi siireci de bu yiiklerin hizla
tilkketilmesine katkida bulunur. Bu yilizden hafiza hiicreleri verinin okunmasindan 6nce
elektrikle yiiklenmis olmalar1 gerekir. DRAM’lerin bellek tasarimcilarina ¢ekici gelmesinin,
cesitli nedenleri vardir. En 6nemli ii¢ nedeni sdyle siralayabiliriz:

1. Yiiksek Yogunluk: Tek bir yonga icine daha ¢ok bellek hiicresi (transistor ve kondansator)
yerlestirilebilir ve bir bellek modiiliinii uygulamaya koymak icin gerekli olan bellek
yongalarinin sayist azdir. Bu yiizden caziptir.

2. Diisiik Giic¢ Tiiketimi: Dinamik RAM’in bit basina gii¢ tiikketimi, static RAM’le
karsilastirildiginda oldukga diistiktiir.

3. Ekonomi: Dinamik RAM, static RAM’den daha ucuzdur.



DRAM CESITLERI

1-FPM DRAM (Fast Page Mode DRAM-Hizh Sayfa Modu DRAM): Bellek bir ¢ok satir
ve siitundan olusan bir dizi gibi diisiiniilebilir. Satir ve siitunlarin kesistigi yerlerde bellek
hiicreleri bulunur. Bellek kontrolciisii bellegin i¢indeki herhangi bir yere ulasmak i¢in o yerin
hem satir hem de siitun olarak adresini vermek zorundadir. DRAM dizinindeki bir yeri
okumak i¢in ilk dnce satir, sonra da siitunu segmek icin elektrik sinyali gonderir. Bu
sinyallerin bir dengeye kavusmasi bir miktar zaman alir. Bu siire i¢cinde de verilere
ulasilamaz. Fast Page Mode (FMP) RAM’ler bu siireci hizlandirmak i¢in okuyacaginiz bir
sonraki verinin ayni satirin bir sonraki siitununda oldugunu varsayar. Cogu zaman bu
varsayim dogrudur ve bu da satir sinyalinin dengeye kavusmasini beklemeye gerek kalmadigi
anlamina gelir.

Sekil 5-5 FDP DRAM

2-EDO DRAM (Extended Data Out—Genisletilmis Veri Cikis1): EDO RAM’ler bellege
erisim sliresini daha da kisaltmak ve bu arada da giivenilirlik sorununu ¢6zmek iizere
gelistirilmistir. EDO belleklerin performansi, yiizde bes ile on civarinda arttirdigi
goriilmektedir.

Sekil 5-6 EDO DRAM

3-SDRAM (Senkronize DRAM): SDRAM 1996 yilinin sonlarina dogru sistemlerde
goriilmeye baslandi. Daha 6nceki teknolojilerden farkli olarak kendisini islemcinin zamani ile
senkronize edecek sekilde tasarlanmistir. Bu da bellek kontrolciisiiniin istenilen verinin ne
zaman hazir olacagini kesin olarak bilmesini sagliyordu. Boylece islemcinin bellek erisimleri
sirasinda daha az beklemesi saglandi. SDRAM modiilleri kullanilacaklar sisteme gore farkli
hizlarda tiretilmektedirler. Boylece sistemin saat hizi ile en iyi bi¢imde senkronize
olmaktadirlar.

Sekil 5-7 SDRAM



4-DDR SDRAM (Double Data Rate SDRAM):DDR SDRAM teknolojisi gelecek vaat eden
bir bellek teknolojisidir. Teorik olarak DDR SDRAM bellekler, SDRAM bellegin sundugu
bant genigliginin iki katin1 sunuyor. DDR SDRAM bellek tiiriine ihtiyag duyulmasinin nedeni,
sistem veri yolu hizlarinin igslemcilerin ¢alisma frekanslarinin ¢ok gerisinde kalmasidir.
Glinlimiiz islemcilerinin veri isleme hizlarinin ¢ok yliksek olmasi ¢ok hizli bellekleri de
beraberinde getirmistir.

Sekil 5-8 DDR SDRAM

5-DRD RAM ( Direct Rambus DRAM): RAMBUS, bir gelecek RAM tipidir. Intel ve diger
firmalar bu Ram tipi igin biiyiik beklentileri vardir. iki kanaldan veri iletimi
gerceklestirmektedir. P4 islemcileri i¢in gelistirilmistir. 400 MHz’lik 6n veri yolunu her
zaman tam veri ile doldurmak i¢in bu hizlara yakin ¢aligmaktadir.

Sekil 5-9 DRD RAM
6-EDRAM (Enhanced DRAM)
7-Bedo RAM (Burst Edo RAM)

2. SRAM STATIK RAM’ LAR: SRAM, 25 ns’ lik tipik erisim hiz1 ile daha hizlidir. SRAM
daha pahalidir ve DRAM in verilen ayni alanda saklayabilecegi verinin sadece dortte birini
depolayabilir, ancak SRAM de bu daha sistem kapatilana dek kalmaktadir. SRAM 10 ns
kadar diisiik bir erigsim hizina sahip olabilir. FAST SRAM, ¢ogu bilgisayar sisteminin merkezi
islem biriminde, 6n-bellek i¢inde, veya ekran kartinin tizerinde bulunabilir.

SRAM’lere statik denmesinin sebebi, DRAM’lerin ihtiya¢ duydugu tazeleme islemine ihtiyag
duymamalaridir; ¢iinki elektronik yiikiit DRAM’daki gibi orijinal konumunda tutan bir
depolama hiicresi esasina dayanmayip, akimin belli bir yonde siirekli tasinmasi prensibine
gore caligirlar.

- VRAM (Video Read Access Memory) : Bu Ram ekran kartlari i¢in diizenlenmistir.
VRAM ve WRAM ikisi birden ¢ift portlu bellek birimleridir. Bunun anlami islemci ayni anda
her iki bellek ¢ipinin igerisine ¢izim yapabilmektedir.

- WRAM(Windows Ram): WRAM, bellek bloklarinin sadece bir ka¢ komutla daha kolay bir
sekilde adreslenmesine izin verir.

-6-
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Sekil 5-10 Statik RAM in ¢alismasi

5.3-ROM

Programlarin kalic1 olarak durdugu sadece okunabilen bellek tipidir. Veri sadece ROM
bellekten elde edilebilir. Hicbir bilgi ROM bellege yazilamaz. ROM yapime1 veya kullanici
tarafindan bir daha degistirilmemek iizere konulan program komutlarmi igerir. Ornegin BIOS
ROM bellege konulur.ROM bellek ugucu degildir. Yani bilgisayar sisteminin enerjisi
kesildigi zaman ROM’da depolanan bilgi kaybedilmez.

5.3.2-ROM CESITLERI

/N

EPROM | |EEPROM

PROM

Sekil5-11 ROM ‘un Cesitleri

Gliniimiizde ROM'un birkag ¢esidi vardir. Bu ¢esitler gerekli alanlarda, 6zelliklerine uygun
bir sekilde kullaniliyor.

1- PROM (Programable Read Only Memory-Programlanabilir Yalmizca Okunur
Bellek):PROM’un 6zellikleri temelde ROM’la aynidir. Bir kez programlanir ve bir daha
programi degistirilemez ya da silinemez. Ancak PROM’un iistiinliigli yonganin fabrikada
yapilirken programlanmak zorunda olmayisidir. Herkes satin alabilecegi PROM
programlayicisi ile amaca gére PROM’a bilgi yazilabilir.

-



Bu tip ROM’larda satir ve siitunlar arasinda sigortalar bulunmaktadir. ROM un
programlanma islemi, bazi sigortalarin yakilmasi ile bazi satir ve siitunlar arasindaki
baglantilarin kesilmesi seklinde olmaktadir. Baglanti olan kesisimlerde deger 1, olmayanlarda
ise 0 olarak algilanmaktadir.

Sekil 5-12 EPROM

2- EPROM (Erasable Programmable Read Only Memory — Silinebilir Programlanabilir
Yalnizca Okunur Bellek): RAM’lerin elektrik kesildiginde bilgileri koruyamamasi, ROM ve
PROM’larin yalnizca bir kez programlanabilmeleri bazi uygulamalar i¢in sorun
olusturmustur. Bu sorunlarin iistesinden gelmek i¢in teknoloji devreye girmis ve EPROM’lar
ortaya ¢cikmistir. EPROM programlayici aygit yardimi ile bir EPROM defalarca
programlanabilir, silinebilir. EPROM programlayici, EPROM un iizerindeki kodlanmis
programi mor Otesi 1ginlar gondererek siler. Yonganin lizerindeki pencere, parlak giines 15181
EPROM’u kolayca silebileceginden programlama isleminden sonra EPROM’un iizeri bir
bantla kapatilir.

Cok yonliiliikleri, kalict bellek 6zellikleri ve kolayca yeniden programlanabilirlikleri,
EPROM’u kisisel bilgisayarlarda sik¢a kullanilir bir konuma getirmistir.

Kontrol Kapisi

5105 :l/vﬁzen Kapi
Kaynak [:!/ Kanal

b ¥
N+ N+
P Govde

Sekil 5-13 EPROM Bellek Hiicresinin Kesiti



3-EEPROM (Electrically Erasable Read Only Memory - Elektiksel Olarak Silinebilen
Programlanabilen Yalnizca Okunur Bellek):Su anda bilgisayarinizin BIOS'unuzun
kullandigt ROM tipi EEPROM'dur. EPROM'a benzer olarak EEPROM'da silinebilir ve
yazilabilir. Adi iizerinde, silme isini elektriksel olarak yapabiliyorsunuz. Yani ultraviyole
151811 kullanarak bilgileri silmek zor degil.

Sekil 5-14 EEPROM

4-Flash ROM Bellekler: Bu tip hafizalar, bir ¢esit EEPROM olmakla birlikte hiicreler
arasindaki baglantilar i teller ile saglanmaktadir. Aralarindaki en 6nemli fark ise EEPROM’a
bilgilerin byte byte yazilmasi Flashlara ise bilgilerin sabit bloklar halinde yazilmasidir. Yani
hafizlarda her defasinda 512 byte’lik bilgi yenilenebilmektedir. Normal EEPROM’larda ise 1
byte’lik degisiklik yapilabilmektedir. Sabit bloklar halinde yazilma 6zelliginden dolay1 Flash
Memory’i hizli calismaktadir. Flash Memory’nin bir yagsam siiresi vardir. Bu 100.000’den
300.000 kez yazmaya kadar degisebilir.

Sonug olarak; biitiin ROM c¢esitlerinin sadece okunabilir olmadigini goriiyoruz. ROM
icerisindeki bilgiler glincellestirilme ihtiyact duydugunda, giivenli yollar ile yapilabildigini
goriiyoruz. Ana kartinizin yeni standartlara agik olmasini ve bunlar1 desteklemesi icin arada
bir glincellenmesi gerekebiliyor.

g | 6&3!.1
EPROM
E 1saat 0
B 1aak C',EEP L
& OF-ASH cmos
E 1sn {%Mﬁ-
'E ins
E 10° 107 10° 10"
Verinin tekrar programlama sayisi

Sekil 5-15 Bellekleri Veri Programlama Siireleri ve Tekrar Programlanma Siireleri



PROM/EPROM E EEPROM/FLAS E RAM

Verinin Kartiizerinde | .
Tekrar tokrar 1 | Kart iizerinde tekrar
Programlan- |programlana- : Programlanabilir.
masi maz I

|
Verinin ° | Bataryaya
Tutulmast Bataryaya gerek duymaz | gerek duyar

; i

Sekil 5-16 Belleklerin Baz1 Karakteristik Ozellikleri
5.4-RAM ve ROM ARASINDAKI FARKLAR

Hem ROM, hem de RAM yiiksek hizlara sahip ve her bilgisayarda olmasi gereken farkli iki
tipte bellek birimleridir. Giiniimiiziin bilgisayar sistemleri, farkli yerlerde, farkli hizlarda
bellek birimlerine sahiptirler. Her bilgisayar, mikroislemcinin direk olarak okuyup yazabildigi
bir bellek birimine sahiptir. Bir program bellege calistirilmak ve kullanilmak i¢in
yiiklenmelidir.

Bilgisayarimizi ilk agtiginiz zaman, bilgisayar ilk nerden baslayacagini nasil biliyor? Iste
buras1t ROM un devreye girdigi yerdir. Her bilgisayar mutlaka ROM bellege sahip olmalidir.
ROM bellek bellegin bir pargasidir ve icerdigi bilgi degistirilemez. ROM bellek,
mikroiglemciye ilk ne yapmasi gerektigini soyleyen komutlara sahiptir. Genellikle bu
komutlar, isletim sisteminin, yazilabilir ve silinebilir bellege yerlesmesini saglarlar. Iste bu
bellege de RAM denir. Genellikle konugsmada, ROM bellek birimleri igerisinde ayni bilgiyi
tastyan RAM bellek birimlerinden daha hizli cevap verirler. Ayn1 zamanda, ROM i¢inde bir
yazilima sahip olmanin anlami, o yazilimin yiikleme zamaninin ortadan kalkmasi demektir.

SONUCLAR

Bellek hakkinda temel bilgilerden ve gelisim siirecinden bahsedilmistir. Bellek cesitleri RAM
ve ROM “un yapisi ve islevi 6grenildikten sonra siniflandirilmiglardir. RAM ve ROM c¢esitleri
detaylandirilarak gorsellerle birlikte gosterilmistir. RAM ve ROM ‘un genel bilgilerinden
yola ¢ikarak karsilagtirma yapilmistir. Sonug olarak belleklerin islevleri ve siniflandirilmasi
Ogrenilmistir.

-10-
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GIRIS

1.2.1.1 Lojik Tiimlesik Devre Tarihc¢esi

® 1958 yilinda,bu calismastyla 2000 yilinda Nobel Fizik Odiilii alan Jack Kilby
tarafindan Texas Insturments firmasinda ilk lojik entegre devre ¢alismalar1 yapildi.

® Intel’in yardimci kurucularindan Robert Noyce da ayni yil i¢inde lojik entegre

devreler tizerine galigmalar yaptr.'

e Zamanla gelisen teknoloji ve bilim insanlarinin ¢aligmalar1 sonucunda
direng,kapasitor,diyot,transistor ve diger elektronik elemanlarla bunlarin
baglantilarindan olusan silikon yariiletken parcaciklar iizerinde gerceklenmis

timdevreler tasarlandi.

Asagida lojik entegre devrelerin tarihgesi tablo halinde verilmistir.

Togagle Power per Typical supply
¥ # |Propagation & | speed % gate @1 MHz voltage V # |Introduction «
Family Description delay (ns) (MHz) (mW) (range) year
ECL MECL | 3 3 -5.2 1962
DTL Diode—transistor 10 5 1962
lpgic
RTL Resistor— 4 10 3.3 1963
transistor logic
L L 33 3 1 5 (4.75-5.25) 1964
L Original series |10 25 10 5 (4.75-5.25) 1964
L H 6 43 22 5 (4.75-5.25) 1964
ECL ECL I 1 500 60 -5.2(-519--521) 1968
L s 3 110 19 5(4.75-5.25) 1969
CHMOS 4000B/74C 30 5 1.2 10V (3-18) 1570
ECL ECL 10K 2 125 25 -5.2(-5.19--5.21) 1871
TTL LS 10 33 2 5 (4.75-5.25) 1976
TTL ALS 4 34 1.3 5(4.5-5.5) 1976
TTL F 35 100 54 5 (4.75-5.25) 1979
TTL AS 2 105 8 5(4.5-5.5) 1530
ECL ECL 100KH 1 250 23 -5.2(-4.9--5.5) 1881
ECL ECL 100K 0.75 350 40 -4.5(-42--52) 1881
CMOS HC/HCT 9 30 0.5 5 (2-6 or 4.5-3.5) 1882
CWMOS ACIACT 3 125 0.5 3.3o0r5(260r 45 |1985
5.5)
TTL G 1.5 1125 1.65-36 2004
(1.125 GHz)

Sekil 1.1:Lojik Tiimlesik Devre Tarihgesi”

! www.nobelprize.org —~The History of the Integrated Circuits
> www.wikipedia.org —Logic Family

Ak

Remarks

first integrated logic circuit

commercialty produced

Introduced by Signetics, Fairchild 930
line became industry standard in 1964

the first CPU built from integrated
circuits (the Apolle Guidance
Computer) used RTL.

Low power

Several manufacturers
High =peed

Improwved ECL
Schottky high speed

Approximately half speed and power at
Svolts

Motorola

Low power Schottky high speed
Advanced Low power Schottky
Fast

Advanced Schottky

HCT has TTL compatible levels
ACT has TTL Compatible levels

First GHz 7400 series logic



1.2.1.2 Lojik Tiimlesik Devre Siniflandirmasi
Lojik entegreler biinyelerinde bulundurduklar kap1 sayisina goére siniflandirilirlar.

Bunlar ;
o SSI (Kiiciik Qlcekli Entegre) : Bilinyesinde 1 ile 20 arasinda lojik kap1
bulundurur. Ornegin, 7400 modeli entegre igerisinde 4 adet nand kapisi
bulundurur.

o MSI (Orta Qlcekli Entegre) : Blinyesinde 20 ile 100 arasinda lojik kap1
bulundurur. Ornegin, flip-floplar, sayicilar.

e LSI (Biiyiik Olcekli Entegre) : Biinyesinde 100 ile 10000 arasinda lojik kapi
bulundurur. Ornegin 4 ve 8 bitlik mikroislemciler.

o VLSI ( Cok Biiyiik Olcekli Entegre) : Biinyesinde 10000 den fazla lojik kap1
bulundururlar. Ornegin, 16-32 bitlik mikroislemciler, hafiza devreleri, bilgisayar
devreleri

1.2.1.3 Lojik Entegre Uretim Teknolojisi

o Silisyum
Yonga ylzeyinin .IIr Rt EA
'fﬁ 4 | tgik = & riga duyarly : i Ek Katman{lar]
o ‘J st 6 S Kathal Silisyum
o, 5
i‘- Morcek - Maske @Hahﬂanilaﬂl Pul
& L Pul
Pul Ozerinde Silieyum
% tekrarlanan . I5edia duyarh  Diaksit / Metal
gekil Q e~ Mdddi 5i04) - hatmanlar}
201 2~ pul - Silisyum Dioksit llatkan
% i {5y Ek Katmanilar)
= Ful y ~Katkil Silisyum
E i'::é":"" 3 Geligtirilmis yonga kesiti Ful  silisyum Dioksit
| o e Silisyum Dicksit (510 [5i0}
(tg gubuk) f;';;";"m el g | 5 (soyulmug miga 9]
o, e duyarl ! duyarh kisim) .
@ Vo @5 G140
5 Cilalanmg Pul Pulpargast - o) Siisyum Yongalarin puidan”_~~
(Tiparaianms) Dioksit (Si0:) kesilerek ayrimasi “

Asitle oyulmug yonga Kesiti Soyulmug yongas Kesiti

Sekil 1.2:Yariiletken Yonga Uretim Basamaklari®

Entegreler; elektronik devrelerde kullanilan transistor, direng,kondansator ve diyot gibi
devre elemanlan igeren ve yonga adi verilen yari iletken bir kristaldir. Bu elemanlar
yonga igerisinde birbirlerine baglanarak bir devre olustururlar. Olusan bu devrenin
uygun yerlerinden disariya bacaklar (pinler) ¢ikanlir. Daha sonra yonga metal veya
plastik bir kilifla kaplanarak dis etkenlerden korunur. Boylece bir entegre devre elde
edilmis olur.

3 Otomotiv Bilim ve Teknoloji Toplulugu - Gazi Universitesi www.obitet.gazi.edu.tr/



Sekil 1.3:Bazi entegre devrelerin fiziki goriintimleri

1.2.1.4 Lojik Entegre Devre Teknolojisi ve Parametreleri

SV ==Vee 5V == Vee 5V ==V
444--“[»1.
35 ==V,
33V Ve
e ad '/ BV ==\
5 ! 24 <=V, 24 == Vo, 2.4 ==V 2523-_ e
Vou 24 Ve=Vou
20 == 'u"_,. 20 V'n
16 L Vi 1.7 ==V, 162V
15 4=V, 154V, 154V, 154V, 15558V,
14V, 124V }'1? Yo q2verv,
24V, . Vo 1 ‘o
084V 084V, 1 n%t?ﬁ UU
B == ¥
e I g 5 0.74=Vu 0.75[V,
o 044 Vy 0.4 4 Vo 0.4 4 Vo o I 0.40 4 Vo,
== VoL
0 == GND 0 == GND GJ—GHD 0 GND 0=k=GND 0 GND
5V CMOS ETL SVTTL LVTTL 25V CMOS BTUFB+ GTL
i/ ALMS AM e ee Pl IS T & AlS AD [V ANV ] 1RV 2]
TV, ML, M Lrdrnig DUyur L 0 O, ML, MO, LV, LV, ALY
Glrdnd Marji  F, . ABT,HCT, ALVC,LV ALNT
ABTE AHCT, ACT ALNVT

Sekil 1.4:Sayisal Tiimlesik Devrelerin Lojik Gerilim Seviyeleri*

Entegre devre parametreleri,’
® Besleme voltaji (power supply voltage): Entegrenin besleme gerilimini belirler. Bazi
entegrelerde besleme voltajinin toleransi da belirtilebilir.

® Yayihim gecikmesi (propagation delay):Bir lojik devrenin girisine verilen bilgiye
gore ¢ikisin degisim hizin1 saniye cinsinden gosterir. Bir mantik kapisi kendi

* Otomotiv Bilim ve Teknoloji Toplulugu - Gazi Universitesi www.obitet.gazi.edu.tr/

> www.elektroteknoloji.com -Lojik Entegre devre ¢esitleri




girisinde meydana gelen degisiklige aninda cevap vermez yani bir zaman gecikmesi
olur. Bu gecikmeye yayilma gecikmesi denir. TTL i¢in Snsn dir.PLC,bilgisayar v.b.
yerlerde yayilim hiz1 maksimum olan devreler tercih edilir.

Gii¢c _harcamasi (Power dissipation): Devrenin harcadigi glic miktarini gosterir.
Harcanan gilic mili watt cinsinden olur.Devrenin ¢aligsma hiziyla dogru orantili
olarak degisir. (Pilli devrelerde minimum gii¢ harcayan IC 'ler tercih edilir.)

Cikas kapasitesi (Fan out):Devrenin ¢ikisina baglanacak maksimum yiik miktarini
belirler. Cikis kapasitesinin degeri lojik kapinin ¢ikisina baglanacak kapi adedini
belirler.

Grirtiltii bagisikligr (Noise immunity): Giiriiltii miktar1 devrenin ¢ikisindaki bilgilerin
hata oranini belirler.Yani ¢ikista 1 degerli sinyal O degerli sinyal gibi veya bunun
tersi gibi gorlinmesi durumu. Giiriiltli miktar1 (mili volt cinsinden) ne kadar az
olursa c¢ikis bilgileri de o kadar hatasiz olur. Kapinin giiriiltiiyli bastirabilme
kabiliyetine, o kapinin giiriiltii bagisiklig1 denir.

1.2.1.5 Lojik Entegre Devre Cesitleri

Her bir entegredeki temel devre NAND veya NOR kapisidir. Lojik entegre adini
kap1 devrelerinin yapiminda kullanilan elektronik malzemeden alir. Giiniimiizde kullanilan
baz1 entegre tipleri sunlardir® ;

RTL - (Resistor - Transistor Logic): Direng- Transistor mantigi

DTL —(Diod-Transistor Logic): Diyot- Transistor mantig1

HTL -( High - Threshold Logic): Yiiksek seviye mantig1

TTL —(Transistor-Transistor Logic): Transistor - Transistor mantigi

ECL —(Emitter-Coupled Logic) : Emiter - Kuplaj mantigi

DCTL - Direkt - Kuplaj Transistdr mantig1

MOS — (Metal-oxide Semiconductor): Metal- Oksit Yar iletken mantig

CMOS — (Complementary Metal-Oxide Semiconductor) Tiimler - Metal yar1 Iletken
mantig1

Endiistriyel uygulamalarda TTL ve CMOS entegreleri en yaygin kullanilan iki entegredir.
Bunlarin disinda cok yiiksek calisma hizinin istendigi yerlerde
ECL entegresi kullanilir.

6
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1.2.1.5.1 TTL(Transistor-Transistor Logic) Yapis1 ve Ozellikleri

o En ¢ok kullanilan entegre devre tipidir.

o Entegre icerisindeki kapilar Transistor- Transistor mantigina gore dizayn edilmistir
ve birgok lojik kapiy1 barindirirlar.

o Devre yapisi,baz ve kollektorlerin birbirine bagli oldugu ¢oklu transistor yapisidir.

o Orta ve yliksek hizli olarak imal edilen birgcok TTL entegresi vardir,girislerinde ¢ok
emiterli transistor kullanildigi i¢in TTL ler hizli calisan entegreler grubuna girer.

Sekil 1.6:TTL ¢ipleriyle olusturulmus ger¢ek zamanh saat’

e Besleme voltaji 5 V olup voltaj giris degeri OV -0.8V ise lojik 0 ¢ikisi, 2V-5V
arasinda ise lojik 1 ¢ikis verir.

e TTL NAND esasina dayal1 bir mantik fonksiyonudur

e 1963 yilinda Sylvania ‘da tiretime baglanmstir.

e Texas Insturments firmasinin 7400 ailesi artik bir endiistri standardidir.Giiniimiizde
de de IBM,Signetics,Intel, Motorola,Siemens gibi bir ¢ok firma TTL ve ona ait
parcalari liretmektedirler.

7 www.wikipedia.org ~-TTL
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Sekil 1.6:TTL i¢ yapis1

TTL cesitlert;

Standard TTL (74XXX ailesi): En eski TTL lerdendir, yavastir ve gii¢ kayiplar1 ¢ok
fazladir.

Low Power TTL (74LXXX ailesi): Gli¢ kayiplari standart aileye gore daha azdir.

Schottky TTL (74SXXX ailesi): Hizl fakat gii¢ kayiplari fazla bir TTL ttrtdiir.

Low Power Schottky TTL (74LSXXX ailesi): Hizl1 ve diisiik gili¢ kayiplarina sahip
tiirdiir.

Advanced LS TTL (74ALSXXX): Hiz-gii¢ kayiplar1 oran1 ¢ok 1iyidir.

Fast TTL (74FXXX): Hiz ve gii¢ kayiplari agisindan en iyi TTL entegresidir.

1.2.1.5.2 CMOS(Complementary Metal Oxide) Yapisi ve Ozellikleri®

CMOS lojik ailesi, mantik fonksiyonlarini olusturacak sekilde birbirine bagli her iki
tip(hem n-kanalli hem p-kanalli) MOS elemanlarindan olusmaktadir.

Temel devre ,p-kanalli bir transistorden ve n-kanalli ikinci bir transistorden olusan
bir tersleyicidir. p-kanalli elemanin kaynak ucu Vdd diizeyinde, n-kanalli elemanin
kaynak ucuda toprak diizeyindedir.Vdd degeri +3V ila +18V arasinda herhangi bir
degerde olabilir.Gerilim seviyeleri,algak seviye i¢in 0V,yliksek seviye i¢cinde
vdd’dir

CMOS entegreler 40 serisi ile belirtilirler. 4 'den sonraki rakamlar IC 'nin
fonksiyonunu yani ne tiir lojik kap1 kullanilacagini gosterir.

B kodlu CMOS lar endiistriyel uygulamalar i¢in ¢ok uygundur.(B harfi gelistirilmis
koruma diizeyi oldugunu gosterir.)

® Dr. Rifat Edizkan , Department of Electrical Electronics Engineering ,Digital Systems Laboratory

Eskisehir Osmangazi University Course PDF



Fet-Mosfet mantigina gére dizayn edilmislerdir.

Oldukga genis bir besleme araliginda ¢alisir ( 3 - 18V).

Calisirken ¢ok kiigiik gii¢ kullanir.

CMOS 'larin giris empedanslar1 oldukga yiiksektir.

TTL entegresinin daha gelismis seklidir. Ancak ¢alisma hizlar1 (yayilim hizlar)
oldukga yavastir.

PositiveOffset.com

Sekil 1.7 ve Sekil 1.8:Cesitli CMOS o6rnekleri

En bilinen cesitleri;

40XX ailesi:En eski CMOS tur.Yavas ancak gii¢ kayiplar1 ¢cok azdir.

74HCTXXX ailesi:TTL uyumludur(Besleme gerilimi 5 V tur).Yiiksek hizda diisiik
giic kaybiyla calisir.

CMOS’un calismasi sdyle Ozetlenebilir. ?

1. n-kanalli MOS kapidan-kaynaga gerilimi pozitif oldugu zaman iletir.

2. p-kanalli MOS kapidan-kaynaga gerilimi negatif oldugu zaman iletir.

3. Kapidan-kaynaga gerilimiz sifir olmasi1 durumunda her iki tip elemanda kapanir

Genel olarak giintimiizde kullanilan dijital devrelerin neredeyse tamami (6rnegin
mikroiglemciler) CMOS teknolojisi ile tiretilir. Bu teknolojinin yaygin olarak
kullanilmasinin nedeni, bu teknolojinin birim silisyum alanda en fazla transistor
gerceklenmesini olanakli kilmasi, gerceklenen devre agik durumda fakat islem yapmazken
neredeyse gli¢ tikketmemesi gibi 6nemli 6zelliklerdir.

? Digital Integrated Circuits Second Edition A Prentice-Hall publication byJan M. Rabaey, Anantha

Chandrakasan, and Borivoje Nikolic’



1.2.1.5.3 ECL(Emitter-Coupled Logic) Yapisi ve Ozellikleri

Sekil 1.9:Cesitli ECL 6rnekleri

e Giiniimiizde kullanilan en hizli entegrelerdendir. Calisma hizlar1 500 MHZ'e kadar
cikabilir.

e (Cok hizli olmalarina ragmen gerilim seviyeleri dengesizdir.

e Giriltii basliklar1 TTL ve CMOS a gore iyi degildir. Bu sakincalarindan dolay1 ¢ok
yiiksek hiz1 gerektiren durumlar disinda(6rn:isaret isleme) endiistride ¢ok yaygin
olarak kullanilmazlar.

e -5V luk kaynakla beslenirler.
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Sekil 1.10:Motorola ECL 10000 i¢ yapisi'’

1 J .
 www.wikipedia.org
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1.2.1.5.4 RTL - (Resistor - Transistor Logic) Yapisi ve Ozellikleri

Giris sebekesi olarak direncin,anahtarlama elemani olarak da BJT(Bipolar Junction
Transistor) nin kulllani1ldig1 entegre tiiriidiir.

Entegre bazindaki(base) direng elemaninin rolii,giristeki gerilimi akima c¢evirerek
degeri ¢ok kiigiik olan giris gerilim degerini(0.7 V civari) lojik ““1°* degerine
biiylitmektir(3.5 V civar).

Kollektdr girisindeki direng elemaninin rolii ise kollektor akimini gerilime
¢evirmektir.

Minimum sayida transistor igermesi transistorlerin devrenin iiretimi en pahali
elemanlardan biri olmasi1 sonucu tiimlesik devre yapim teknolojisinde RTL nin

avantajidir.

En biiyiik dezavantajlar transistor acildiginda olusan yiiksek gii¢ tiiketimidir.

Cesitleri;

Tek transistorlii RTL(One-transistor RTL).:Toplanabilir R3 ve R4 direnglerinin
cevirici(inverter) a baglanmasiyla basit bir RTL NOR kapist elde edilebilir.Baz
direnci ve giris sayisi belirlidir,sadece tek lojik 1 seviyesi baz-emiter esik gerilimini
asmak ve transistorii doyurmak icin yeterlidir. Eger tiim giris gerilimleri lojik 0

seviyesinde ise transistor kisa devre olur.

Vet
Ry
K
W @
Bo—y\AN— t
Ry
Ry

!_.l'_
Sekil 1.11:Tek transistorlii RTL NOR yapist''

Coklu transistorlii RTL(Multi-transistor RTL): :Tek transistorlii RTL NOR
yapisindaki kisitlamalar ¢ok transistorliit RTL gergeklenmesi ile ortadan
kaldirilir.Bu entegre,anahtarlamasi lojik girisler ile saglanan parallel baglh
transistorler igerir.Bu entegrede girisler tamamen birbirinden bagimsizdir.

1

1 . .
www.wikipedia.org
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Sekil 1.12:Coklu transistorli RTL NOR yapist'>

1.2.1.5.5 DTL —(Diode-Transistor Logic) Yapisi ve Ozellikleri
e TTL(Transistor-Transistor Logic) entegresinin atasi olarak bilinir.

e Lojik fonksiyonlarinin diyot sebekesiyle ve yiikseltme fonksiyonlarinin da
transistorle saglandigi entegredir.Bu yonden RTL ve TTL teknolojisiyle benzerdir.

V+ V+

Sekil 1.13:2 girisli basit DTL NAND Yapisi
e Yukandaki sekilde goriilen DTL 3 devre igerir; Giris diyot lojik(diode logic)
devresi (D;,D, ve R)),orta diizey degistirici devre(R3,R4 ve V-) ve cikis ortak
emiterli transistor devresi(Q; ve Ry).

e DTL lerin yayilim gecikmesi oldukca fazladir.

e RTL lere gore gelismis bir ¢ikis kapasitesine sahiptir.Cikis kapasitesi de artirilmak
istenirse diyot ve transistor entegreye eklenir.

1

2 . .
www.wikipedia.org
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Sekil 1.14:Motorola MDTL

1.2.1.5.6 HTL -( High - Threshold Logic) Yapisi ve Ozellikleri

Girtiltiiniin ¢ok yiiksek oldugu yerlerde kullanilan bir tiir DTL dir.

Esik degeri(treshold) lojik 1 ve lojik 0 ¢ikislarini belirler.

Zener diyotla lojik 0 ve lojik 1 gerilimleri arasinda genis off-set ler yaratilir.
Genellikle 15V liik gii¢ kaynaklariyla ¢alistirilir,giiriiltiideki etkilerin ani
degisimlerini minimize etmek i¢in endiistriyel kontrolde kullanilirlar.

Ani gerilim yiikselmesi kontroli,yiiksek giirtiltii esigi ve gelismis giiriiltii bagligi
HTL nin avantajlar1 arasinda gosterilebilir.

Dezavantajlari ise yavas olmalaridir.

F‘m-SV

|

qlzm

—a ¥ & (A8CY

Sekil 1.14:3 girisli basit HTL NAND yapisi
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SONUCLAR
Sunumda ve raporda bahsedilen entegre iiretim ve gelisim teknolojisine ve inceledigimiz
devre parametrelerine bagli olarak ideal bir entegre;

e Hizli calismalidir.
Gii¢ harcamasi minimum olmalidir.
Ekonomik olmalidir.
Is1 degismelerinden etkilenmemelidir.
Iyi giiriiltii baglig olmalidir.
Hata miktar1 "O" olmalidir.
Gilintimiizdeki devre teknolojisi ve devrelerin gittikge kiigiilmesi dogrultusunda devre
elemanlarini biraraya toplayip devre i¢in ¢ok dnemli birgok lojik islemi gergekleyen ve
bir¢ok tiirlinlin maliyetinin de diisiik oldugu tiimlesik devreler,her gecen giin devre
yapiminda daha da vazgecilmez elemanlar haline gelmektedir.

KAYNAKCA
Arslan,T. ve Colkesen.R. , “’Lojik Devre Tasarimi1’’

Edizkan,R. , Department of Electrical Electronics Engineering ,Digital Systems Laboratory
Eskisehir Osmangazi University Course PDF

Rabaey,J.M. ve Chandrakasan,A. ve Nicolic’,B. ** Digital Integrated Circuits’’, Second
Edition,A Prentice-Hall publication
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onemli bilgiler .........cocoooviiiiiiniii Hata! Yer isareti tammmlanmamis.



1.KISACA YUKSELTEC(AMPLIFIERS)

Elektronik bir sistemin en Onemli parcalarindan biri yiikseltegtir. Bu aygit sinyalleri
giiclendirmeye yarar. Ornegin mikrofonun iirettigi bir sinyal hoparlérii calistirabilecek kadar
giiclii degildir; bu yiizden, sinyali giiclendirmek igin bir yiikselte¢ kullanilir. Iyi bir yiikselteg
sinyali higbir degisiklige ugratmaz, yalnizca giiclendirir. Tiz sesler ne kadar gii¢lendiriliyorsa
bas sesler de o kadar giiclendirilmeli, hafif bir sesin siddeti ile yiiksek bir sesin
giiclendirilmesi ayn1 degerde olmalidir. Kisacas1 iyi bir yiikseltecin gorevi dalganin
biiylitiilmiis, ama niteligi hi¢ degismemis tipatip bir kopyasini ¢ikarmaktir. Baska bir deyisle
dalganin genligi biiyiitiilmeli, ama frekans1 degistirilmemelidir.Elektronik sistemlerin

cogunda yiikseltecglere gerek duyulur.
2.TRANSISTORUN YUKSELTEC OLARAK KULLANILMASI

Transistoriin en temel uygulama alanlarindan biri de yiikselteg (amplificator) devresi
tasarimidir.  Temel bir yiikselteg devresinin iglevi, girisine uygulanan isareti
yiikselterek(kuvvetlendirerek) cikisina aktarmasidir. Transistorlii temel bir yiikselte¢ devresi
sekill.1’de verilmistir. Devrede kullanilan DC kaynaklar transistoriin aktif bolgede
calismasint saglamak igindir. Devre girisine uygulanan AC isaret (VIN)ise yiikseltme
islemine tabi tutulacaktir. Transistorlii yiikseltec devresinde; devrenin yiikselte¢ olarak
caligabilmesi i¢in DC besleme (polarma) gerilimlerine gereksinim vardir. Dolayisiyla

transistorlii yiikselte¢ devreleri genel olarak iki asamada incelenilir. Bu agamalar;
1. Transistorlii yiikselte¢ devrelerinin DC analizi

2. Transistorli yiikselte¢ devrelerinin AC analizi

Ff Il'lllm




Sekil 1.1: Transistorlii yiikselte¢ devresi
A. DC Analiz

Iyi bir yiikselteg tasarimi igin transistoriin dzelliklerine uygun DC polarma akim ve gerilimleri
secilmelidir. Dolayisiyla yiikselte¢ tasariminda yapilmasit gereken ilk adim transistorli
yiikselte¢ devresinin DC analizidir. Analiz isleminde transistoriin ¢alisma bolgesi belirlenir.
Bu bolge i¢in uygun akim ve gerilimler hesaplanir. Sonugta; transistorlii yiikselteg devresi AC

calismaya hazir hale getirilir.
B. AC Analiz

Transistorlii yiikselte¢ tasariminda ikinci basamak, tasarlanan veya tasarlanacak yiikselte¢
devresinin AC analizidir. Yiikselte¢ devresinin AC analizi yapilirken es deger devrelerden
yararlanilir. Sekil 1.2.a’ da transistorlii temel bir ylikselte¢ devresi verilmistir.Ayn1 devrenin
AC es deger devresi ise sekil 1.2. b’de goriilmektedir. Transistorlii bir yiikselteg devresinin
AC es deger devresi ¢izilirken, DC kaynaklar kisa devre yapilir. Yiikselte¢ devresi dogal
olarak girisinden uygulanan AC isareti yiikselterek ¢ikisina aktaracaktir. Dolayisiyla bir
kazang s6z konusudur.Yiikseltecin temel amaci da bu kazanci saglamaktir. Bir yiikselteg
devresi; girisinden uygulanan isaretin genligini, akimim1 veya giiclinii yiikseltebilir.

Dolayisiyla bir akim,gerilim veya gii¢ kazanci s6z konusudur.
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Sekil 1.2 a) Transistorlii yiikselte¢ devresi Sekil 1.2 b) Transistorlii yiikselte¢ devresinin AC es degeri




3. KULLANMA YERLERINE GORE YUKSELTEC TURLERIi

1. islemsel viikseltecler

2. Giic amplifikatorii

3.Ses-frekans viikseltecler

4.Yiiksek frekans viikseltecleri

5.0rta frekans viikseltecleri

O
O
O
O
O
O

6.Video viikseltecleri

1- Islemsel yiikseltecler (Operational Amplifier)

Islemsel yiikseltecler 1940’11 yillardan beri bilinmektedir. Ancak, bu devrelerin yapiminda
direng, kondansator, transistor gibi pek ¢ok devre elemani gerektiginden ve i¢ devrelerinin
olduk¢a karmasik olmasindan dolay1 ¢cok gerekmedik¢e kullanilmamiglardir. 1960’11 yillarin
sonlarina dogru entegre teknolojisinin gelisimiyle birlikte yayginlasmaya baslamistir. Bugiin
artik islemsel yiikselte¢ denildiginde tiimlesik devre halinde olanlar akla gelmektedir Islemsel
yiikselte¢ ingilizceden dilimize “operational amplifier” kelimelerinin karsili§i olarak
gecmistir ve kisaca op-amp olarak kullanilmaktadir.Islemsel yiikseltegler yiiksek kazangls,
kazanc1 geri besleme ile ayarlanabilen, iki ayr1 girisi olan yiikselteglerdir. Cok amacl
kullanilan devreler oldugundan islemsel (Operational) denilmistir.Islemsel yiikseltec ii¢ ana
bolimden olusmaktadir. Bunlar, giris devresini olusturan diferansiyel (fark) devresi,
gerilim yiikselteci ve ¢ikis yiikselte¢ devreleridir. Islemsel yiikselteclerin temel &zellikleri
arasinda son derece yiiksek gerilim kazanciyiliksek giris direnci ve diisiik ¢ikis direnci
sayilabilir.I¢ devre yapisi tek bir yonga iizerine bir ile doért adet islemsel yiikseltec
olusturabilmek igin, ylizlerce son derece kiiglik transistor ve devre elemanindan olusur. Bu
devreler sadece BJT (bipolar junction transistor), JFET(jonction field effect transistor) ya da
MOSFET (metal oxide semiconductor FET)kullanilarak yapilabilir. Glinlimiizde yiiksek giris
direngleri nedeniyle JFET islemsel yiikseltecler yaygin olarak kullanilmaktadir.Sekil 1.3” te
en ¢ok kullanilan LM741 islemsel yiikseltecinin i¢ devre semas1 goriilmektedir. Genel olarak
islemsel ylikselteg, ¢ok yiiksek (teorik olarak sonsuz) kazancli bir DC yiikseltegtir. Bu

entegrelere disaridan baglanan direng ve kondansator gibi bir kag devre elemani ile kazanci



kontrol edilebilmektedir.Islemsel yiikseltegler ile uygun tasarim metotlar1 ve devre elemanlart

kullanildiginda hemen hemen yapilamayacak devre yok gibidir.
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Sekil 3.1: LM741 islemsel yiikseltecinin i¢ devre semasi

2- Gii¢ Yikseltecleri

Bu tip yiikseltegler, elektrigi isaretleri( televizyon, hoparlér gibi) kumanda edebilecek

seviyeye kadar yiikselten devrelerdir.

Glig yiikselteclerinin 6zellikleri;
- Biiyiik akimlarda ¢aligirlar .
- Istnmalar1 fazla oldugundan, gévdeleri metal kapli ve biiytiktiir
- Kollektor genellikle govdeye baglanir.

- Cogunlukla gii¢ sarfiyatlariyla orantili olarak biiyliyen sogutuculara monte edilir



Miimkiin oldugunca giris sinyalinin degeri ne olursa olsun ¢ikisa sabit bir katsayr ile
biiyliterek aktarmasidir.Yani dogrusal (lineer) olmasi istenir. Fakat gii¢ yilikseltegleri dogrusal
degildir (non-lineer). Kendi iizerlerinde gii¢ harcamalar1 istenmez. Daha dogrusu yliksek
verimle c¢aligsmalar1 istenir. Giristeki sinyalin hi¢c bozulmadan c¢ikisina aktarilmasi
istenir. Daha iyimser bir degimle en az bozulmayla aktarmasi istenir (Bozulma, burulma=

Distortion) Burada 3 tip distorsiyondan s6z edebiliriz.

1- Frekans distorsiyonu: Giristeki sinyalin frekansi ne olursa olsun ¢ikisa aktarilmasi
istenir Fakat devrede olabilecek kondansatdrler buna izin vermez Ne olursa olsun her
yiikseltecin mutlaka bir {ist frekans sinir1 vardir Direk kuplajli yiikselteglerde frekans
DC den (0Hz) den baslar.

2- Faz distorsiyonu: Devrenin yapilama sekli ve kondansatdr, bobin gibi devre
elemanlarindan olusur. Devrenin girisine uygulanan sinyalin baglama zamani ve yonii
cikista ayni anda goriilmiiyorsa faz distorsiyonu var demektir .Faz bozulmasi ses
devreleri, RF gibi yerlerde Onemsenmez. Fakat TV gibi ekran taramalarinin 6nem

kazandig1 yerlerde faz distorsiyonu hi¢ olmamalidir.
3- Non-lineer distorsiyonu: Bu bozulma ikiye ayrilir

a) Harmonik distorsiyonu: Transistoriin dogrusal calismamasi ve asir1 sinyal girislerinde
cikista sinyalin doyum ya da kesime ugramasi ile olur. Ses yiikselteglerinde ve genlik
modiilasyonlu devrelerde hi¢ istenmez. Bazende sinyal bilerek harmonik distosiyonuna

ugratilir. Bu devreler frekans ¢oklayici devrelerdir.

b) Intermodiilasyon distorsiyonu: iki yada daha fazla sinyalin yiikseltec icinde
karigmasi ile olur Bu distorsiyon sonucunda yiikselte¢ ¢ikisinda bu sinyallerin toplamlari,

farklar1 ve kendileri goriiliir.

Giig yiikselteglerini bayas ozelliklerine gore siniflara ayrilir. Bunlar A SINIFI, B SINIFI, AB,
SINIFI ve C SINIFI yiikselteglerdir Bu siniflandirmay1 tamamen devre i¢indeki transistoriin

ya da transistorlerin bayaslanmasina gore yapilir.



Sekil 3.2: giic amplifikatorii

Sekil 3.3: basit bir giic amplifikatorii i¢c yapisi

3- Ses Frekans Yiikseltecleri

Frekans1 3 Hz (Hertz) ile 300 kHz (Kilo Hertz) arasindaki ses sinyallerini ytikseltirler.

4- Orta Frekans Yiikseltecleri ( IF Intermedial Frekans)

Frekansi 300 kHz ile 3000 kHz arasindaki sinyalleri yiikseltirler.

5- Yiiksek Frekans Yiikseltecleri

Frekans1 3 MHz ile 30 MHz arasindaki sinyalleri yiikseltirler.




6- Video (goriinti) yiikseltecleri

Bu tip yiikseltecler televizyon ve video gibi goriintii veren cihazlarda, sadece belli bir frekans

sinir1 igerisinde elektrigi isarete ¢evrilen goriintiiyii yiikselterek, istenen seviyeye getirirler.

4. CALISMALARINA GORE YUKSELTECLER

1. A simfi calisan yiikseltegler: Bu sinifta calisan yiikseltecler, girise uygulanan

elektrigi isareti herhangi bir bozulmaya ugratmadan yiikseltirler. Bu tip ylikselteglerde verim
diisiik olmakla birlikte % 30-40 girisi aynen yiikselttiklerinden tercih edilirler. Ciinkii sesin
herhangi bir bozulmaya ugramamasi istenir. Giriste sinyal yokken besleme kaynagindan

enerji harcamasi olur.

2. B siifi calisan viikseltecler: B sinifi yiikseltegler girise uygulanan isaretin

sadece bir alternansini ylikseltirler. Gii¢ istenen yerlerde kullanilirlar. Verimleri % _60-
70 civarindadir. Buna karsilik sinyali bozdugundan, tek basina ses yiikseltici olarak
kullanilmazlar. Push-pull veya simetrik cikisli olarak iki adet B smifi yiikselteg ardarda

baglanarak kullanilir. Giriste sinyal yokken besleme kaynagindan ¢ok az bir akim ¢ekerler.

3. C simfi calisan yﬁkselteglerg Bu yiikseltegler girisine uygulanan isaretin sadece

bir kismini yiikseltirler. Verimleri oldukca yiiksektir. (% 80-85). Fakat giris sinyalini
bozarlar. Ozellikle, yiiksek frekanshi vericilerde ve alicilarin orta frekans (I.F) yiikselticisi

olarak kullanilirlar. Giriste sinyal yok iken besleme kaynagindan akim ¢ekmezler.
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ELEKTRONIK FILTRE NEDIR?

Elektronik filtre, farkli frekanslara sahip
sinyallerden istenilenleri gecirip,
istenmeyenleri bastiran bir devredir.
Elektronik filtre devreleri hazirlanirken,
endiiktans ve kapasite elemanlarinin farkh
frekanslarda  farkli = davranmalarindan
faydalanilir. Kapasite elemanm1 yiiksek
frekanslarda kisa devre gibi, algak
frekanslarda ise acik devre gibi davranirken
endiiktans elemani ise ytiksek frekanslarda
acik devre gibi, alcak frekanslarda kisa devre
gibi davranir. Bu elemanlar1 cesitli
kombinasyonlarda kullanarak, gelen bir
isareti frekansina gore gecirebilir,
durdurabilir; gelen isaret frekansi igin bir alt
limit, ust limit veya her ikisini birden
koyabiliriz.Kisaca gelen isareti filtreleyebilir-
iz, gerceklestirdigimiz devre de bir filtre
olmus olur.

Filtreleme ne ise yarar?



En basit cevabiyla bir sistemden almak
istedigimiz isarete, farkl frekanstaki isaretler
karisiyorsa ve sadece bir isareti istiyorsak,
karisan farkli frekanstaki isaretleri stizmemiz
gerekir. Tabi fiziki sartlarda %100 stizme
imkansizdir, ancak olabildigince yaklasarak
isareti elde edebiliriz. Cikista aldigimiz isaret
siizme isleminden sonra gormek istedigimiz
isaretle ayni buytkliikte veya ayni fazda
olmayabilir.

Elektronik Filtre Devreleri

1- Pasif Filtreler

1.1. - Analog Filtreler

1.1.a - LPF(Low Pass Filters - Diisiik Gegiren
Filtreler)

1.1.b - HPF(High Pass Filters - Yiiksek
Geciren Filtreler)

1.1.c - BPF(Band Pass Filters- Aralik Geciren
Filtreler)

1.1.d - BSF(Band Stop Filters - Aralik

Durduran Filtreler)
1.2- Dijital Filtreler



1.2.a- IRR(Infinite Impulse Response -
Sonsuz Tepki Cevabi)

1.2.b- FIR(Finite Impulse Response - Sonlu
Tepki Cevabi)

2 - Aktif Filtreler

1- Pasif Filtreler
1.1- Analog Filtreler

1.1.a - LPF(Low Pass Filters - Diisiik Geciren
Filtreler)

Low pass filtreler belli frekans degerinin
altini geciren filtrelerdir. RL ve RC
olmak tizere 2 cesittir.

Sekil-1: RL devresi



RL Low Pass filtrelerde frekans arttikca XL=
w.L den dolay1 endiiktansin empedansi
artar,gerilim endiiktans tizerinde toplanir ve
Vo cikisinin frekans arttikca azalmasi
mantig1 ile calisr.

Sekil -2 : RC devresi'

RC Low Pass filtrelerde ise frekans arttikca
XC=1/w.C den dolay1 frekans azaldikca
empedans diiser ve Vo c¢ikisi artmaya
baslamasi mantig ile calisir.

Genellikle ses teknolojisinde
kullanilirlar.Sinyaldeki detaylari yok ederler.
Filtre eger resme uygulaniyorsa resim
(0zellikle koseler) flulasir. Sese
uygulaniyorsa ses boguklasir, ne
sOylendigini anlamay1 zorlastirir. Banyolarda



kullanilan bugulu camlarda ornek olarak
verilebilir. Arkasindaki gortintityti sadece
ana hatlari ile gecirdiklerinden, ince detaylar
ve hatlar ortadan kaybolurlar.

1.1.b - High Pass Filters

High pass filtreler belli bir frekans degerinin
tizerini geciren filtrelerdir. RL ve RC olmak
uzere 2 cesittir.

Sekil-3 : RL devresi
RL High Pass filtrelerde frekans arttikca

endiiktansin empedansi artar, boylece Vo
gozlenmeye baglanir.
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Sekil-4 : RC devresi

RC High Pass filtrelerde frekans arttik¢a
kapasitoriin empedansi diiser ve akim
artmaya baslar, boylece ¢ikis gerilimi(Vo)
artmasi mantig; ile calisir.

Genellikle ses frekans teknolojisinde
kullanilir.

Ornek olarak resim dosyalarma
uygulandiginda objelerin kenarlarini ortaya
cikarir.

1.1.c - Band Pass Filters

Band Pass filtreler seri bagh kapasitor,
induiktor ve direncten olusur. Bu tur filtreler
belirli frekans araliklarini gecirmek (Band-
Pass) amaciyla kullanilir.



Ornek olarak kulaklarimiz verilebilir.Belirli
frekanslar arasindaki sesler kulak tarafindan
algilanirken, o frekanslar disindakidaki
sesler algilanmaz.

stopband  passband  stopband
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Band-pass filtre teplas

Sekil-5 : Band Pass Filtre Tepkisi

Sekil-6 : Band Pass Filtre Devresi

1.1.d - Band Stop Filters

Band Pass Filtreler istenen frekans limitleri
arasinda gelen sinyalleri istenen



mertebelerde bastiran, sinirlar disindaki
frekanslar1 aynen ileten filtredir.
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Band-stop filtre teplas

Sekil-7 : Band Stop Filtre Tepkisi
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Sekil-8 : Band Stop Filtre Devresi




1.2- Dijital Filtreler

1.2.a- IRR(Infinite Impulse Response -
Sonsuz Tepki Cevabi)

Infinite Impulse filtreler bir tiir sinyal isleme
filtreleridir. Geri bildirimlidirler. Yalnizca
giris isaretini degil, ayrica gecmis ¢ikis
isaretlerinide kullanir ve yeni ¢ikis isaretini
elde ederler. En yakin cikis isaretlerinden kag
tanesinin kullanildig ise bu filtrelerin
derecesini belirler. IIR filrelerinin diirti
yanit1 teorik olarak sonsuza kadar devam
eder; clinkii 0zyineli terimler (¢ikisin onceki
degerleri) stizgec girisindeki degerlerden
elde edilir ve stire¢ ayni sekilde devam eder.
IIR terimi pratikte dogru degildir, ¢tinkii IIR
filtrelerinin hemen hemen timiinun dirti
yanitlar1 sonlu stirede sifir olur.
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Sekil-9 : IRR Filtre
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1.2.b- Finite Impulse Response(FIR)

FIR(Finite Impulse Response) filtreler bir tiir
sinyal isleme filtreleridir. FIR filtreler geri
beslemesi olmayan filtrelerin genel adidir.
Filtre cikisi tamamen giris sinyaline baghdir.
Cikisi kendi girisini beslemez. FIR verilen bir
impulse(tepki) sinyaline sonlu bir cevap
verir. FIR filtreler her zaman kararhdirlar.
FIR filtre tasarimi i¢in Fourier Serisi, Frekans
Ornekleme ve Pencere Fonksiyonu
Kullanimai gibi bir¢ok yontem kullanilabilir.
FIR filtrenin Avantajlar: :

IIR stizgecler FIR stizgecler gibi dogrusal
fazl tasarlanamazlar.

IIR stizgeclerin sifir1 (zero) oldugu kadar
kutbu (pole) da mevcuttur.

IIR filtrelerin gerceklestirilmesinde dogal
olarak kuvantalama ve yuvarlatma hatalar:
ortaya ¢ikar. Ancak, FIR filtrelerin
gerceklestirilmesinde bu hatalar onemsizdir.
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Sekil-10 : FIR Filtre

Ciroginal ECG
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Sekil-11 : EKG (Elektrokardiyogram)nin FIR
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filtresinden ge¢mesi



2- Aktif Filtreler

RC kullanilarak yapilmig Low Pass ve High
Pass Filtre devrelerinde Op-Amp
kullanmilmasiyla aktif Low Pass ve High Pass
Filtreler uiretilir. Bu filtrelerin pasif filtreler
yerine kullanilmasinin sebebi ;

-Daha duisiik maliyetlidirler. Aktif filtreler,
dusiik frekansh pasif filtreler i¢in gerekli
olan biiytik indiktor ve kapasitorlere
duyulan ihtiyaci ortadan kaldirir.
-Op-Ampin yiiksek girig
empedansinin,sinyal kaynagi ve yik
arasinda yuksek derecede bir izolasyon
saglamasi.

Sekil-12 : Aktif Bir Low Pass Filtresi
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Sekil-13 : Aktif Bir High Pass Filtresi
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A) Ideal filtre B) Pratik filter

Sekil-14 Low Pass Filtre Karakteristikleri
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Sekil-15 High Pass Filtre Karakteristikleri

Analog ve Dijital Filtre Farklar

Analog filtrelere fiziksel bir sistemden elde
edilen analog elektriksel gerilim veya akim
isareti uygulanir; dijital bir filtreye
uygulanacak olan sinyal ise ayrik olmalidir.
Filtreleme fonksiyonlar: dijital filtredeki
islemcinin bellegindeki bir program
kullarilarak degistirilebilir. Analog bir
filtreyi degistirebilmek icin ise, devrenin
yeniden tasarlanmasi ve donanimin
degistirilmesi gerekir.



Ozellikle aktif bilesen iceren analog filtre
devrelerinin karakteristikleri zamandan ve
sicaklik degisimlerinden etkilenirken, djjital
filtreler bu tip sorunlardan etkilenmeden
kararl bir sekilde calisabilirler.

Dijital filtreler analog sayic1 kisimlari
bulunmasma ragmen algak frekansh
sinyallerle dogru olarak ¢alisabilirler. Sayisal
isaret isleme hiz1 arttikca, dijjital filtreler RF
(radyo frekans) ytliksek frekansh sinyallere
de uygulanabilirler.

Sinyalleri farkli yontemlerle islemek igin
dijital filtreler analog filtrelere gore ¢cok daha
kullanushidir. Ornek olarak baz: sayisal filtre
tipleri sinyal karakteristiklerine gore filtreyi
uyarlayabilirler.

Sonuclar

Bu seminer kapsaminda;

elektronik filter devrelerinin yapilari,
cesitleri, siniflandirilmalari, nerelerde
kullanildiklari, ne i¢in kullanildiklar:
arastirilmis ve kisaca ozetlenmistir.



KAYNAKLAR
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1.1 Giris
1.1.1 Tarihge

1948 yilinda John Bardeen, Walter Houser Brattain ve William Bradford Shockley adli ABD'li
bilim adamlar1 "transistorii" buldular. Transistor, lambalarin yaptigi hemen her isi yapabiliyordu ve
daha az akim tiiketiyordu, daha ucuz ve kiigiiktii. Transistoriin bulunmasi elektronik aygitlarin evlerde
ve sanayide kullanilmasin yayginlagtirdi.

1958'de ilk tiimlesik devre "entegre" gelistirildi. Kiiciik bir silisyum pargasi iizerinde biitiin
gerekli elektronik bilesenleri ve devre baglantilarini igeren tiimlesik devreler giderek daha da
kiigiilmeye basladi. Tiimlesik devrelere yonga, ¢ip ya da mikrocip de denilmektedir. Bugiin elektronik
devrelerin hemen hemen hepsi tiimlesik devreler halinde yapiliyor. Bu alandaki gelismeler
mikroelektronik dalini ortaya ¢ikarmustir.

1971°1i yillardan itibaren de zamanlayict devreleri gelistirilmis. LMS555 entegreleri basta
olmak {izere zamanlayicilarin bir¢ogu bu yillardan sonra yayginlagmistir. 2003 yil1 verilerine gore
LMS555 entegrelerinin ucuz maliyet ve kullanis kolaylig1 avantajlartyla diinya ¢apindaki iiretimi yilda
yaklasik 1 milyar adettir.

1.1.2 Zamanlayici devreleri nedir?

Zamanlayicilar(timer) kullanim amacimiza goére devreye belirli araliklarda sinyal iireten(cikis
saglayan) elemanlar oldugundan yani genellikle belirli bir siire zarfinda devrenin enerjisini agmak
veya kapatmak i¢in kullanildigindan bahsedilmistir.

1.1.3 Zamanlayici devrelerinin kullanim alanlar

Zamanlayici devrelerin kullanim alanlar1 ¢ok genistir. Sokak lambalarinda , trafik
lambalarinda, merdiven otomatiklerinde kisacasi belirli siire ¢aligip sonra durmasi gereken tiim
elektrik/elektronik alanlarda kullan Merdiven otomatigini ele alirsak anahtar1 kapayinca 15181n belli bir
siire yanip sonra sonmesi olayini zamanlayici devreler gergeklestirir.



2. Zaman Roleleri

Bu asamada zaman rolesi diye tabir ettigimiz, belli stire zarfinda devreyi kapatip acan devre
elemanlarinin galisma sekilleri ve yapisindan bahsedilmistir ve en genel olan 3 ¢esit zamanlayici
rolelerinin calisma sekli anlatiimistir. Buna gore;

Zamanlayicilarin ¢alisma sekli, mekanik veya elektronik zaman rolelerine benzer.
Zamanlama islemleri (i¢ tirde gergeklesir:
1. TON (On-delay Timer) : Gecikmeli agan zamanlayici,
2. TONR (Retentive On-delay Timer) : Kalici gecikmeli agan zamanlayici,
3. TOF (Off-delay Timer) : Gecikmeli kapatan zamanlayici.

Tx1 TH2 Ti3
—IN TON] | —{IN TOMR] | =——IN TOF
t JpT wlms 2 Jp7 2 mz B 4{PT i3 s
TOM TX1, t1 TONR TX2, t2 TOF TX3, 13
Sekil 2.1

TX1, TX2, TX3 - T1, T2, vb. adresleri

t1, t2, t3 > t1, t2, t3 zaman slreleri

PT - Zaman gecikmesini saglayan sureleri (t1, t2, t3’lerin giris yerleri)

x1, x2, x3 = 1-10-100 ms araliklarla sayma (zamanlayici tipine gore degisir)

IN = “1” ise sayma islemi baslar.
m
/

/

]
1

-

L

Bir zamanlayici kaydedicisi adres ayni olan 16 bitlik veri (icerik) ve 1 bitlik durum bitinden olusur.
Zamanlayici komutu yiritildiginde, zamanlayici icerigi belirli zaman araliklari (1 ms, 10 ms veya 100
ms) ile artar. Zamanlayici icerigi PT karsilastirma degerine esit veya bliylk oldugunda, zamanlayici
durum isaret biti degisir.

Karsilastirma islemi (zamanlayicinin giincellestirilmesi);
-1 ms artimli zamanlayicilarda PLC tarama geviriminden bagimsiz olarak her 1 ms’de,
- 10 ms artimhi zamanlayicilarda tarama g¢eviriminin basinda,

3



- 100 ms artimli zamanlayicilarda komut ylratialdiginde gergeklesir.

TON, TOF ve TONR tiirli zamanlayici adresleri ve artim degerleri tablo seklinde gosterilmistir.
Karsilastirma degeri (PT) s6zcuk, (16 bit) boyutunda 1 ile 32767 tamsayi degerleri arasinda degisir, PT
degeri tamsayi sabit ya da 16 bitlik bir veri adresi (VW, T, C, IW, QW ...) ile tanimlanabilir.

TON, TOF Zamanlayicilar TONR Zamanlayicilar

Zamanlayici Adresleri Artimi Zamanlayici Adresleri Artimi
T32 ve T96 1ms TOve T64 1ms
T33-T36, T97 - T100 10 ms T1-T4,T65-T68 10 ms
T37 -T63, T101 - T255 100 ms T5-T31, T69 —T95 100 ms

Tablo 2.1 (TON, TOF, TONR tiirii zamanlayic1 adresleri ve artim degerleri)

Adres Tipi Adresler Veri Tipi
TX1, TX2, TX3 Sabit Word
PT VW, IW, QW, MW, SMW, SW, LW, AIW, Int

T, C, AC, Sabit, *VD, *AC, *LD

IN Lojik sureklilik Bool

Tablo 2.2. (Zamanlayicilara ait TX1...TX3, PT ve IN adresleri)

2.1 TON (Gecikmeli Acan) Diiz Zaman Rolesi

Girisine enerji geldikten belirlenen sure sonunda ¢ikigini aktif eden, girisindeki (IN) enerji
kesildiginde hemen kontaklarini konum degistiren zaman roleleridir. Zamanlayicinin igerigi ( o andaki
degeri), PT degerine esit veya biiylikse zamanlayici biti 1 olur ve kontaklar1 konum degistirir. Reset
komutu ile zamanlayicinin igerigi sifirlanabilir.
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Grafik 2.1(TON Zaman rolesinin ¢caligma anindaki Giris, Saya¢ ve Cikis Grafigi)

2.2 TONR (Kalici Gecikmeli Agan) Zaman Rolesi

TON zaman rolesinden pek farki yoktur. Zaman rélesinin sayma islemi sirasinda ¢cekmede
gecikmeli zaman rolesinin IN girisinin “0” yapilmasi durumunda zaman rolesi sifirlanir ve eger ¢ikisi da
“1” ise ¢ikisi da sifirlanir. IN girisine “1” geldiginde zaman rdlesi sayma islemine baglar. IN girisindeki
sinyal kesildiginde zaman degerini saklar ve IN girisi yeniden “1” yapilirsa zaman sakladigi yerden
sayma islemine devam eder. Geri kalan islem TON ile aynidir. Tek farki, bu rélede zamanin saklanma

durumu olmasidir.

L
TO
Reset F

32767

PT

TO
icerik

TO
biti

2 sanive

Grafik 2.2 (TONR Zaman rdlesinin ¢alisma anindaki Giris, Sayag ve Cikis Grafigi)

2.3 TOF (Gecikmeli Kapatic1) Zaman Rolesi

TOF zaman roleleri TON zaman roleleri ile ayni adreslere sahiptir. TOF zaman réleleri, IN
girisine “1” geldiginde ¢ikisini ayni anda “1” yapar (yani kontaklari konum degistirir). Ancak verilen
sayma degeri, IN girisi “0” olduktan sonra baglar. IN girisi “0” yapildig1 anda girilen sure degeri
sonunda kontak konumlar eski ( ilk) konumlarina déner. Bu siiregte girilen zaman degeri bitmeden IN
girisi “1” yapilacak olursa zaman degeri sifirlanir ve ikinci komut “0” yapildigindan itibaren zaman

yeniden baslar.

(%]
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Grafik 2.3 (TOF Zaman rolesinin ¢aligma anindaki Giris, Saya¢ ve Cikis Grafigi)

3. LM5S5S5 timer entegresi

Sekil 3.1
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Sekil 3.2 (LM555 Devre Semasi)



3.1 Ozellikler ve Pin Baglantilar

Burada 555 entegresinin 6zellikleri ve ¢ikis uglari hakkinda kisa bir bilgi verilmigtir. Caligma
sekli ve yapisi anlatilip, sunumda animasyon la desteklenmistir. Ayrica ¢ikis uglarinin isimleri ve
konumlari ile entegrenin devredeki temsili de sekillerle desteklenmistir.

1.+4.5v ile +16v arasindaki besleme gerilimi ile ¢alisir.

2.Cikisindan 200mA kadar akim gekilebilir.

3.Zamanlama igin kullanildiginda bir RC devresi yardim siiresi Mikrosn ile dk'lar arasinda degisen
darbeler elde edilir.

4.Zamanlama periyodu besleme gerilimine baglh degildir.

l.ug : toprak ayagidir.

2.ug: (tetikleme) Bu ug, alt komparatdriin girisidir. Devre ¢ikigini 1'e kurmak i¢in kullanilir,

3.u¢: (output )cikis ayagidir.

4.ug:(reset) bu ayak lojik 0 olunca devre reset yapar ve Q ¢ikisi lojik O olur.Reset ayagi diger pinlere
bagl degildir.

5.ug: (control )2/3 vce gerilim alan noktaya baglanmis olan bu ayaktaki gerilim degistirilerek arzu
edilirse zamanlama periyodu degistirilebilir. Normalde kii¢iik bir kapasite ile toprak hattina baglanir.
6.uc: (threshold )2/3 vcc iizerinde gerilim oldugunda flip flop reset atar.

7.ug: (discharge) npn transistoriin kollektor ayagina baglanmistir. Tranzistor iletimde olunca bu ayak
toprak hattina baglanir..

8.ug: (vee )+4.5 ile +16 arasinda bir gerilim verilir.

supply +Vs | | reset
ov [1]ao U E' +4510 15 discharge 5 a8 4
tigger [2| 555 |[7] discharge threshold| . 555 output
i imer
output | 3 timer 6 | threshold . time
trigger 5
reset | 4 5 | control 1 5
supply D‘u"l |mntrn|
Sekil 3.3 Sekil 3.4(Devredeki Gosterimi)

8 tane bacagi(pin) olan bu entegrenin tek ¢ikisi vardir(3 numarali pin) bu entegreyi(chip)
calistirabilmek i¢in 1 ve 8 bacagina 4 5 volt ile 15 volt(Vs degeri) arasinda istediginiz bir deger de giic
verebilirsiniz (genelde 12 voltun iistiine ¢ikilmaz yanabilir ) bu entegrenin ¢aligma mantigi ise
sOyledir: trigger (pin 2) voltaj1 2/3 Vs degerinden kiiclikse 8 ve 3 numarali pin kisa devre olur ve
boylece output (pin 3) Vs ye esit olur eger 2/3 Vs degerine ulasirsa bu sefer 1 ile 3 kisa devre olur
boylece output(pin 3) 0 volt olur yani goriildiigi gibi ¢ikis iki deger alabilir ya 0 volt ya da
Vs(uyguladiginiz volt degeri) olur bunun anlamu (digital anlamda) 0 ve 1(off ve on) dir 0 kalma siiresi
ve | kalma siiresini istediginiz gibi ayarlayabilirsiniz 6rnegin bir lambanin 5 saniye yanip 2 5 saniye
sonmesini saglayabilirsiniz (bu siireler bize bagli)



Sekil 3.5(LM555 Entegresinin Caligma Sekli)

4. Sonuclar

Bu sunumla zamanlayici devrelerinin tarihsel gelisimi, yapisi, caligma mantig1 ve bazi
ozellikleri hakkinda kisaca bilgi sahibi olunmasi amaglandi. Genel olarak kullanim alanlari, ¢esitleri,
caligsma sekli anlatilmigtir. Grafik, ¢izelgeler ve animasyonla da desteklenmek istenmistir.

4. Kaynakca

Yrd. Dog Dr. Tuncay Uzun

http://www.forumalev.net

http://320volt.com
http://ccspic.com/elektronik-ve-ders-notlari/555-zamanlayici-entegresi.html
http://www.wikipedia.orq/
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Batarya Nedir?

Bataryalar  kimyasal enerjiy1, elektrik
enerjisine  ve elektrik enerjisint  tekrar
kimyasal enerjiye ¢evirebilen bir dogru akim
kaynagidir. Motorlu tasitlarda  elektrik
enerjisiyle  calisan  sistemlerin  elektrik
thtiyacinmi karsilamak amaciyla kullanilirlar.

Tarihce

[lk pratik olarak kullanilabilen pil,
giinumiizden 200 yil once Alessandro Volta
tarafindan yapilan giimus-cinko pildir.
Voltanin bu kesfinden kisa bir siire sonra
Johann Wilihelm Ritter 1lk sarjli pili buldu.
Ancak jeneratorlerin gelismesi ve sarj
cihazlarinin olmamasi tekrar doldurulabilir
pillerin gelismesini olumsuz etkiledi. Bundan
sonraki onemli adim 1se 60 yil sonra George
Leclanche® nin karbon-¢inko pili bulmasidir.
Bugiin kullandigimiz pillerin atas1 budur.

1k Kursun-Asit Bataryalar : Plante kursun
asit piller tlzerine c¢alistyordu. Onun bu
calismalart Hawker Energy Products® 1n




calismalarina ¢ok benziyordu. 20 yilhik
zamanda Faure ve digerleri bunlar gelistirdi
ve gunlik kullamima hazir hale getirdiler.
Daha sonra otomobil sanayinde kullanimiyla
1yice gelisti.

Ik Nikel-Kadmiyum Bataryalar :Nikel
elektrot ve Alkalin sistemler kursun asit
bataryalardan 30 yil kadar daha sonra ortaya
cikti. Edison 1890 yilinda sarj edilebilir
Alkalin pili yapti. Isvegli arastirmaci
Waldmar Jungner 1ilk kiigiikk  Nikel-
Kadmiyum pili yapti. Ikinci Diinya savasi
sirasinda  Almanlar hafif ve  kapasitesi
yuksek NiCd pilleri havacilik sanayinde
kullanmak amac1 ile gelistirdiler. Avrupah
arastirmacilar 1lk ger¢cek anlamdaki Ni1Cd pili
1950 yilinda gelistirdiler.

Temel Batarya Teknolojisi

Bataryalar elektrik enerjisint depo eder.
Batarya terimi bir adet tunitey1 temsil eder.
Ancak bu Unite i¢cinde bir yada birden fazla
hiicre (cell ) bulunabilir. Cell’ler bataryanin
yap1 taslaridirlar .Bataryalar genellikle birden



fazla hiicrenin birlesmesinden olusur. Her
batarya 3 temel 0geden olusur. Anot (pozitif
kutup),Katot (negatif kutup) ve kimyasal
reaksiyonu saglayan elektrolittir. Diger
anlamda  elektrolit  elektrik  enerjisini
depolayan ve geri veren kisimdir.

Bataryalarin Yapisi

Nikel kaplanmis yuvarlak celik govdenin
icine  (negatif kutup) yerlestirilmis
yuvarlak c¢ubuk ve bu c¢ubuga bagli bir
kapaktan (pozitif kutup) olusur. Pozitif
cubugun etrafi gozenekli (gaz gecirgen)
naylon yada yiiksek sicakliklarda
calisacak  pillerde polyproplene 1le
kaplanmistir. Bu pozitif ve negatif
levhalar1  birbirinden yalitir.  Ayrica
kimyasal reaksiyonun olustugu elektroliti
barindirir. Bu arada asir1 sarj sonucu
ortaya c¢ikan oksijen gazini serbest
birakmak icin c¢esitli sekillerde yapilmis
ve kapak tizerinde bulunan vent sistemleri
mevcuttur. Bu vent sistem1i asir1 sarj



nedeniyle ortaya ¢ikan oksijeni atmosfere
serbest birakarak pilin emniyetli bir
sekilde calismasini saglar.

Bataryalarin Calismasi

Basit olarak bir batarya elemani, ig¢inde
sulandirilmis siilfiirik asit bulunan bir kaba
ik1 kursun levha daldirilmasi ile elde edilir.
Bu iki plakanin ug¢lart bir dogru akim
kaynagina baglanip bir siire dogru akim
gecirilirse + uca bagh olan plakanin ytlizeyi
kursun peroksit (PbO2) tabakasi ile kaplanir.
Sonra plakalarin  u¢lar1  bir lambaya
baglanirsa akim verdikler1 goriiniir. Boyle bir
batarya elemanin baslica 1ki kusuru vardir.

Birincisi, levha halindeki kursun plakada
kimyasal olay yalniz ylizeyde ¢ok ince bir
tabakada meydana gelir, clinkii elektrolit
(stilfuirik asit ve su karisimi) gozeneksiz olan
kursun levhanin 1¢ kisimlar1 1le temas
edemez. Bu ylizden, sarj sirasinda depolanan
enerji ¢ok az olur.



Ikincisi,  plakalar  birbirinden  uzak
olduklarindan bataryalar gercekte de boyle
yapilsalardi hacimleri ¢ok biiyiik olurdu.
Gergekte, bataryalarin kiiclik olmalar1 1¢in
plakalar birbirine 1yice yaklastirilirlar ve
birbirlerine degmelerini onlemek i¢in de
aralarina seperator (ayiraci) denen yalitkan
fakat 1yonlarin gecebilmelert 1¢in  1nce
gozenekli levhalar konur.

Ideal Batarya

[deal bataryada asagidaki dzellikler
olmalidir.

e Yiksek enerj1 yogunlugu olmalidir.
e Tasinabilir ve ¢evre sartlarina dayaniklh
olmalidir.

e Uzun omirli olmalidir.

e Emniyetli olmalidir.

e Uygulama yer1 i¢cin esneklik saglamalidir.
e Sarj edilebilir olmalidir.



Batarya Tipleri

Bataryalar sarj edilemeyen ve sarj edilebilen
tip diye ikiye ayrilir. Sarj edilemeyenler bir
kere kullanildiktan sonra tekrar
kullamlmazlar. Sarj edilebilen bataryalar
binlerce kez sarj edilip tekrar kullanilabilir.

1. Sarj Edilemeyen Bataryalar

Sarj edilemeyen bataryalarin bir¢ok tipleri
vardir. En yaygin olan1 ¢inko-karbon
olanlaridir.  En  Onemli  yanlar1 ucuz
olmalaridir.  Alkalin-manganez bataryalar
giinimiizde bu pillerin yerini  yuksek
kapasiteler1t nedeniyle almislardir. Civa-¢inko
ve ¢inko-kadmiyum bataryalar 1se saatlerde,
tip alaninda, 1sitme cihazlarinda c¢ok
kullanildilar. Ancak cevreyi ¢ok kirletmeleri
yliziinden diger bataryalarla degistirildiler.
Hava-¢inko  bataryalar  diisik  giicli
uygulamalar 1¢in oOzellikle modern i1sitme
cthazlar1 ve tibb1 cihazlar 1i¢in cok
kullanildilar. Ayrica sarj edilebilir hava-¢inko
bataryalar gelisim surecindedirler. Termal
bataryalarda su anda askert1 ve bilimsel



alanlarda kullanilmaktadir. Bunlarin yaninda
bircok batarya c¢esidi olmasina ragmen
Lithium bataryalar 6n plana c¢ikmistir. Her
boydaki Llithium piller glinlimiizde mikro
elektronik gii¢c uygulamalarinda artan oranda
kullanilmaktadar.

2. Sarj Edilebilir Bataryalar

Sarj edilebilir bataryalar 3 tipte tiretilir.

e Birincis1 otomobillerde kullandigimiz ve
akli dedigimiz acik tip  bataryalardir.
Atmosfere acik olan bu bataryalar
kullanim sirasinda atmosfere hidrojen
gazi1 verirler ve bu yiizden su azaldigi i¢in
suya thtiya¢ duyarlar. Bakim istemeyen
bataryalarda sadece elektrolit fazla olup
bu yiizden servis Omiirleri boyunca bakim
istemezler.

e [kinci tip sarjli bataryalar yar1 acik yada
yart  kapali  bataryalardir. Bu tip
bataryalarda kullanilan elektrolitlerde
atmosfere gaz salarlar. Ancak bu tip
bataryalarin elektrolitler1 jel tiirtindedir.



e Uciincii  tip  bataryalar  tamamen
kapatilmis (Sealed) bataryalardir. Kapali
tip bataryalar normal olarak ¢ikan gazi
atmosfere vermezler. Bu teknoloj1 Sealed

Ni-Cd ve Sealed Lead bataryalarda
kullanilir.

Bataryada Sarj Islemleri

1. Yavas Sarj: Yavas sarp 1slemi
bataryalarin sarjinda 1zlenen normal
yoldur. Bu 1s icin genel olarak sarj
redresorler1  kullanilir. Bu cihazlar
alternatif akimi1 dogru akima cevirirler
ve cithazin kapasitesine gore bir ve ya
daha ¢ok sayida bataryay1 ayni1 anda sarj
edebilirler. Sarj edilecek batarya sayisi
birden fazla 1se bunlar genellikle
birbirine seri baglanarak sarj edilirler.
Bu bataryalarin kapasitelerinin birbirine
yakin olmasi 1y1 olur. Ancak sarj
edilmes1 gereken bataryalardan biri
digerlerinden kiiciikse sarj akimi en




kiigiik kapasitelir batarya gore ayarlanir.
Zaman varsa sarj akimi daha da diisiik
tutulabilir. Sarj 1slemine bataryanin
biitiin elemanlarindan serbestce gaz
cikmaya baslayincaya kadar devam
edilir ve i1ki1 saat 1¢cinde daha fazla
yogunluk artmasi olmuyorsa sarj islemi
tamamlanmis kabul edilir.

. Cabuk Sarj: Bilerek ve kurallarina

uyularak cabuk sarj yapilirsa sarj
zamani ¢ok kisaltilir ve zaman
kazanilir. Bu bakimdan c¢abuk sarj
cthaz1 ¢ok yararli bir cihazdir. Fakat
eger kurallara uygun olarak
kullamilmazsa bu cihaz bataryalar i¢in
cok tehlikeli bir cihazdir. Cabuk sarj
islemi  yalmiz saglam  bataryalara
uygulanabilir. Ayrica, bir bataryanin
normal omru 1¢inde yapilabilecek ¢abuk
sar] 1slem1 sayisinin 10’ u ge¢memesi
tavsiye edilmektedir.



Yogunluk

1.265- 1.300

1.235-1.260

1.205- 1.230

1.170- 1.200

1.110-1.135

Tam Sarijl

% sarjl

Y2 sarjli

Yasarjl

Bos

CABUK SARJ SURESI

Sarj Durumu

Sarj SGresi

Sarj etmeyin

Yavas sarj edin

30 dakika cabuk sarj edin

45 dakika ¢cabuk sarj edin

60 dakika ¢cabuk sarj edin

Pillerin Kendi Kendine Bosalmasi (Self

desarj)

Pilin kullanilmadigr zaman kendi kendine
bosalmasidir. Bu desarj pilin 0mrti 1¢in zararh
degildir. Bir pil oda sicakliginda her giin %1
oraninda bosalir. Her 10 derecelik sicaklik
artisinda da bu oran ikiye katlar.



Voltaj

Bataryanin  voltaj  deger1  bataryanin
yapiminda kullanilan materyallere baghdir.
Toplam voltaj anottaki oksidasyona ve
katottaki potansiyel diisiisiin toplamina esittir.
Anot pozitif katot negatiftir. Katot ve anotta
kullanilan malzemeler bataryanin voltajini
etkiler. Kadmiyum anoda ve nikel katoda
sahip pillerde bu voltaj 1.2 volttur.

Isinin Voltaja EtKisi

Is1 arttikca pilin voltaj1 diiser. Voltay diistiikce
verecegl akimda azalir. Dolayisi ile diisiik
sicakliklardaki  pilin  kapasites1  yiiksek
sicakliktaki pile gore daha fazladir.

Cogu tlretici firma batarya kapasitesini 23 C
derece (oda sicakligi) sicaklikta hesaplar.

Depolanmis Enerji

Depolanmis enerji demek bataryada ne kadar
aktif malzeme kullanildigidir. Bu depolanmais
enerji kapasiteyi belirler ve amper/saat olarak
bataryanin bosalirken verdigi akimi ve bu



akimi ne kadar siire verdigini gosterir.
Amper/saat orani bataryalarin kapasitesinin
karsilastirilmasi icin  kullanmilir. Fakat bu
karsilastirma sadece aymi kimyasal sistemi
kullanan bataryalar i¢in gecerlidir. Degisik
kimyasal sistem kullanan bataryalar kapasite
kadar agirlik verdigi akim miktar1 ile de
karsilastirilmalidir.

Bataryalarin doldurma ve bosaltma oranlari
belirtilirken C oranmi kullanilir. Bu "C" orani
rakamsal olarak kapasite oranina esittir.
Batarya "C" oraninda bosalirken batarya
minimum kapasitede "C" oraninda, bir saatte
bosalmalidir. Yani 500 miliamper saatlik bir
batarya bir saat boyunca 500 miliamper
vererek bosalmalidir. Bazi NiCd batarya
ureticiler1 bataryalarin kapasite oranini bir
yada daha fazla saat olarak vermektedir.
Bazilar1 her 1ki1 oran1 da vermektedir.

Dahili Direncg

Pillerin kapasitesine etki eden bir diger
etkende pilin kendisinin sahip oldugu i¢
direnctir. Bu 1¢ direng pilin verecegi
maksimum akimi belirler. Bu deger ne kadar



diisiik olursa pil o oranda yiiksek akim verir.
Bu arada pillerin sarj1 azaldikca 1¢ direncleri
artar.

Batarya Omrii

Batarya omri bir pilin kontrol edilen sartlar
altinda ne kadar sarj ve desarj edilebildigidir.
Bir NiCd pil 10 yil rahatlikla kullanabilir
Bunun yaninda bir NiCd pili 10000 kez
kontrol edilen sartlar altinda sarj ve desarj
edebilir.N1Cd piller ayn1 teknoloji ile tiretilir
ve uydularda yaklasik 20 yil kullanilir. N1Cd
pillerin omriine etki eden faktorler sicaklik,
asir1 sarj sartlar1 ve kiiclik bir etken olarak da
desarjin tip1 derinligidir. Bu etkenler batarya
sarj sayisint ve Omrini etkiler. NiCd
bataryalarda bazen sarj sayist bataryanin
kullanim omrint belirler.

Genellikle kapasitesinin % 80 'nini vermeyen
piller Omriinii doldurmus olarak kabul edilir.
Pilde 1lk meydana gelen ariza seperatorun
gorev yapmayarak pilin kisa devre olmasidir.
Pil ¢ok kisa bir siirede kendi kendine bosalir.
Bu arada harici olarak kisa siireli meydana



kelen kisa devreler pilin sizdirmazliginm
saglayan elemanlara ¢ok zarar verir. Kisacasi
sar] degeri, asir1 sar] ortam sicakligi, desar)
deger1, pillerin kisa siirede olsa kisa devre
yapilmasi1 ve fiziki olarak zarar gormesi
pillerin kullanim dmriine kisaltir.

Batarya Kutuplarinin Ters Donmesi
(Reversal)

Birden fazla pilden olusan paket piller
potansiyel olarak reversal problemiyle karsi
karsiyadir. Bu paket pillerden ¢ekilen akimin
derinligine bagh olarak pillerden bir tanesinin
voltaj1 sifira diisebilir. Eger desarj bu noktada
devam ederse voltaj1 sifira diismiis pilin
kutuplar1 yer degistirir. Yani pozitif kutup
negatif, negatit kutup pozitit olur. Iste bu
reversaldir. Oncelikle pozitif kutup tiikenir.
Desarja devam edildikce kutuplar yer
degistirir. Negatif elektrot pozitif olur ve
voltay -1.4 wvolta duser. Bu noktada pil
icerisinde hidrojen gazi1 {retilir. Hidrojen
oksijjen gaz1  gibi  hydroxyl 1yonuna
doniismedigi 1¢in pil icerisindeki basing artar.
Bu basing sonucu hidrojen gazi dis ortama



atilir. Reversala engel olmanin yolu dizayn
asamasinda amaca uygun pil segcmektir. Eger
asirt akim c¢ekilecekse volta) kesme degeri
yuksek piller se¢ilmelidir.



Standard
Number

IEC 60050

IEC 60086-1,
BS 387

IEC 60086-2,
BS

ANSI C18.1M

ANSI C18.2M
ANSI C18.3M
UL 2054

IEEE 1625

Genel Pil Standartlan

Title

International electrotechnical vocabulary.

Primary Batteries - General
Batteries - General

Portable Primary Cells and Batteries with Aqueous
Electrolyte - General and Specifications

Portable Rechargeable Cells and Batteries - General and
Specifications

Portable Lithium Primary Cells and Batteries - General
and Specifications

Safety of Commercial and Household Battery Packs -
Testing

Standard for Rechargeable Batteries for Mobile
Computers

USNEC Article Storage Batteries

480
ISO 9000

A series of quality management systems standards
created by the ISO. They are not specific to products or
services, but apply to the processes that create them.

ISO 9001: 2000 Model for quality assurance in design, development,

ISO 14000

ISO/IEC/EN
17025

production, installation and servicing.

A series of environmental management systems
standards created by the |SO.

General Requirements for the Competence of Calibration
and Testing Laboratories



Sonuclar

Bu seminer kapsaminda batarya yapisi,
calisma  prensibi,  tarithgesi,  ¢esitleri,
ozellikler1, standartlar1 arastirilmis ve kisaca
Ozetlenmistir.

Kaynakc¢a
e http://www.belgeler.com

e http://www.tap.org.tr
e http://www.obitet.gazi.edu.tr
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KESINTISIZ GUC KAYNAGI (UPS) NEDIR?

+ o Kesintisiz Gu¢ Kaynagi sebekede

meydana gelen parazitleri stizer ve kritik
yuki etkilemeyecek hale getirir. Boylece
yuk sebekede olusan her tiirlu elektriksel
guriltiiden temizlenmis enerjiyle
beslenir.

» Kesintisiz Gli¢ Kaynagi icinde bulunan

eviriciden elde edilen parazitlerden
arindirilmis, voltaji ve frekansi kararl
AC gerilimi kritik ytuike aktarilir. Boylece
kritik yuktin sebekedeki tolerans siirlar:
icindeki gerilim ve frekans
degisimlerinden etkilenmesi Onlenmis
olur.

* Sebeke kesintisi oldugunda, kritik yik
Kesintisiz Gli¢ Kaynagi'ndan beslenmeye
devam ettigi icin kesintiden etkilenmez.



KGK NASIL CALISIR?

* Kesintisiz Gug¢ Kaynag sistemi
sebekeden cektigi AC gerilimi once bir

dogrultucu tizerinden DC gerilime
dontstirtir. Dogrultucu ( redresor ) hem

ylike gerekli bicimde enerji saglayan
eviriciyi besler, hem de ara devrede yer
alan akii grubunu sarj eder. Eviricinin (
Invertor ) gorevi, saglanan DC enerjiden,
istenen standart efektif degerde ve
frekansta, AC dalga seklini tiretmektir.
Dogrultucu ¢ikist nominal DC degerde
tutulur, yuk evirici tiizerinden beslenir.
Sebeke geriliminin simir degerlerinin
disina ¢ikmasi veya kesilmesi
durumunda dogrultucu ¢alismaz. Evirici
akumilatorden cektigi DC enerjisi ile
yiiki kesintisiz olarak istenen degerde
beslemeye devam eder.



Gabaie

i

Dogrultucu ‘ Ewvirici

 Sekilden de goruilecegi tizere yuk hicbir

zaman enerjisiz kalmaz. Akl grubunun
depoladig1 enerji sinirh oldugundan
kesinti uzun stire devam ederse
dogrultucunun yedek bir motor jenerator
grubu tarafindan beslenmesinde yarar
vardir.

« Kontrol elektronigi tinitesi, sebeke,
dogrultucu, akii ve eviriciyi stirekli
olarak denetleyerek bu birimlerin uyum
icinde calismasini saglar.



« DOGRULTUCU: Eviricinin calismast
icin gerekli olan DC gerilimi elde etmek
icin kullanilir. Sebekeden aldig1 AC
gerilimi DC gerilime cevirir. DC akim ve
gerilim kontroli saglanarak aym

zamanda akil grubunu sarj etmek i¢cin de
kullanmlabilir.

« AKU SAR] DEVRESI: Sebekeden aldig1
AC gerilimi veya dogrultucudan aldigi
DC gerilimi akii sarj1 i¢in uygun akim ve
gerilim sinirlar igerisinde bir DC
gerilime gevirir.

 AKU GRUBU: Dogrultucunun yedegi
olarak eviricinin ¢calismasi icin gerekli
olan DC gerilimi saglar. KGK'nin tipine
gore uygun gerilimi elde etmek icin
birbirine seri bagl ayni kapasitede ve
ozellikte akiilerden olusur.

* Evirici (Inverter): Dogrultucudan veya
aku grubundan aldig1 DC gerilimi AC
gerilime gevirir.



 Statik Transfer Anahtar1 :Eviricinin asiri
yuklenmesi veya arizalanmasi
durumunda KGK cikis geriliminin
kesilmemesi i¢in statik by-pass devresi ile
yedek AC gerilim kaynagindan KGK
cikisina gerilim aktarilir. Yedek AC
gerilim kaynag1 genellikle standart
olarak sebeke gerilimidir.

* Mekanik Transfer Anahtar1 (Bakim By-
Pass Anahtar1): Ariza ve bakimlarda
bilgisayar sistemini veya bagl olan diger
yukleri sebeke elektrigine aktarmak icin
kullanlir.

* Dogrultucu (Rectifier): Sebekeden aldig:
AC gerilimi DC gerilime ¢evirir. Bu DC
gerilim eviricinin (Inverter) calismasi i¢in
kullanilir.



KESINTISIZ GUC KAYNAGI CESITLERI]

 Kesintisiz Gui¢ Kaynaklari yapilari

itibariyle:

e Statik Kesintisiz Gii¢ Kaynag
* Dinamik Kesintisiz Gii¢ Kaynag1

Kesintisiz Gui¢ Kaynaklar1 Calisma
sekline gore:

e OnLine KGK

e Off Line KGK

e Line Interactive KGK olarak
gruplandirilabilir.



STATIK KGK

» Statik KGK tanimu igine giren farkl
calisma prensiplerinin tamaminda, genel
olarak ti¢ ortak temel unsurdan soz
etmek mimkundiir. Bunlar; sebekeden
saglanan AC enerjiyi dogrultarak akii
grubuna ve eviricilere ( Invertor ) aktaran
dogrultucu ( redresor ) , akii grubundan

ve dogrultucudan alinan DC enerjiyi
tekrar AC enerjiye evirerek ytiklere
aktaran evirici ve bu islemler i¢in gerekli
DC enerjiyi depolamak icin

kullanilan aki grubudur.

* Sebekeden calisma aninda AC-DC-AC
donuisiimi yaparlar ve kesinti halinde
cikisi akii grubundan beslerler. On Line,
Line Interactive ve Off Line tipi statik
KGK’lar mevcuttur. Off Line tipi KGK'lar
genellikle kuictik gliclerde uretilirler.



Cunki sebeke kesintilerde yuki akii
grubuna almasi sirasinda ytiksek
gliclerde sorunlar yasanabilir. On-Line
sistemler icin boyle bir durum soz
konusu degildir. Ctinku ytik strekli
olarak AC-DC-AC donuisumii yapilarak
beslenmektedir. Sebeke kesintilerinde
herhangi bir kesinti yoktur. Bu ytlizden
On-Line sistemler yuksek guiclerde
sorunsuzca kullanilabilir.



Dinamik KGK

* Dinamik Kesintisiz Gii¢ Kaynag1
(Dinamik UPS)’ler adindan da
anlasilacag gibi elektrik kesintisi
durumunda ytku hareketli parcalar
iceren sistemler ile beslemeyen UPS
Sistemleridir. Ancak uygulamalarda
oldukga farklilik gosterirler. Dinamik
UPS’ler genelde ytiksek giic
uygulamalarinda kullanilirlar ve bir
alternator grubu ile birlikte ¢calisirlar.



* 1-) Eviricinin suirekli devrede oldugu
beklemesiz olarak calisan OnLine
KGKlar:

* OnLine KGK’larda sebekede enerji olsun
ya da olmasin ytk stirekli olarak evirici
tizerinden beslenir. Sebekede enerji
oldugu stirece hem akiiler sarj edilir, hem
de sebeke ile ayni frekansta ¢alisan evirici
yardimiyla ytik beslenir. Sebekede kesinti
olmasi durumunda akiiden aldigi
enerjiyi ylike aktarir. Yukiin bu bicimde
beslenmesi sirasinda sebekeden veya
akuden besleniyor olmas1 KGK ¢ikis
gerilim kalitesi ve stirekliligini
degistirmemektedir.

En iyi ¢ikis OnLine UPS sistemlerinde elde
edilir. Ciinkii sebeke ariza durumu harig
daima AC/DC/AC dontistimii ile yiike enerji
saglar. Cikis bu ytizden Off Line ve Line
Interactive UPS sistemlerinden daha iyidir.
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» 2-) Sebeke etkilesimli olarak calisan Line
Interactive KGK’lar:

Line Interactive KGK ’ larda sebeke
varken evirici pasiftir ve bu durumda
sebeke gerilimini regiile eden kisim ve
akii sarj birimi aktiftir. Akii grubu ve
evirici kismi, sebeke enerjisi kesildiginde
devreye girer ve akiiler tizerinden ytuiku
besler. Akiilerin doldurulmasi sebekenin
normal oldugu durumda eviricinin ters
yonde igletilmesiyle saglanir.
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3-) Eviricinin sadece sebeke arizasi
durumunda ytikii besledigi, beklemeli
olarak calisan Off Line KGK (Stand-By
UPS)'lar:

Off Line Gii¢ Kaynagi(Stand-By
UPS)’lerde sebekede enerji bulundugu
surece yiik sebekeden beslenir, ancak
evirici hazir bekletilir ve sebekede enerji
kesildigi anda devreye girerek ytiki
beslemeye devam eder.



KESINTISIZ GUC KAYNAKLARINDAN
BEKLENEN OZELLIKLER

Gerilim Kararlilig:
i) Giris Gerilimine Gore Cikis Gerilimi
Regiilasyonu

i.i.) Yiike Gore Cikis Gerilimi
Regiilasyonu

Frekans Kararlilig:

Ani Yiike Cevap Verebilme (Dinamik
Regiilasyon)



Kesintisiz Gli¢ Kaynaklarina Yonelik Standartlar:

1

Dulzenleri

Standart Aciklama Etki kaynag:
EMW-89 / 336 EWG |Gig ve kontrol kablolarina iliskin Cevresel
(CE) standart.

EN 60950, DIN !\lem,Slcakllk,kgrozyon etkl.|l. ggzlar ve
iletken yapidaki uguculara iligkin Cevresel
VDEOS558
standart.
EN 61000-2-4 Lineer olmayan yuklere ve kisa Cevresel
devrelere iliskin standart.
EN 61000-4-2 Elektrodesarja ilskin standart. Cevresel
Iletim, endustriyel,tibbi cep telefonu
EN 61000-4-3 v.b. cihazlarin bozucu etkilerine iligkin Cevresel
standart.
EN 61000-4-4 Ark ve kontak etkilerine iligkin Cevresel
standart.
L Sebeke gerilimindeki degisimlere
EN 61000-4-11 iliskin standart. Cevresel
EN 61000-4-5,DIN |Aydinlatma, kompanzasyon devreleri Cevresel
VDE 0110-2 etkilerine iliskin standart.
PREN 50178 Titresim ve darbelere iligkin standart. Cevresel
IEC 146-4 KGK tarafindan Uretilen gurdltiye KGK
iliskin standart.
\3/55_2100_410’ IEC Akim seviyelerine iliskin standart. KGK
VDE 0510 2-7 Akdulere iliskin standart. KGK
VDE 0875 RFI'ya iliskin standart. KGK
TS 3367, IEC 60439-|A.G. Anahtarlama ve Kontrol
- : KGK
1 Dilzenleri
Sebekeye aktarilan
EN 50091-2 harmoniklere, kablolardaki emulsiyon KGK
ve yuksek frekansli dalgalara iliskin
standart
TS 3367, IEC 60439-|A.G. Anahtarlama ve Kontrol KGK




ULUSLARARASI SEBEKE VOLTAJ OZELLIKLERI

Dlinya capinda sebeke gerilimleri asadida gosterildigi gibidir:

Kuzey Giiney Orta
Amerika Amerika Dogu
Kanada Arjantin 220V/50Hz Abu Dabi | 240V/50Hz
A.B.D. 120V/60Hz | Bolivya 110V/50Hz Kanarya 127220V/50Hz
Ada.
Brezilya 110-127-220V/60Hz Kibris 240V/50Hz
Orta Sili 220V/50Hz Kuveyt 240V/50Hz
Amerika
Anguilla 220V/50Hz | Kolombiya | 110-220V/60Hz Libnan 110-
220V/50Hz
Antigua 220V/50Hz | Ekvator 110-120V/60Hz Muscat 240/50Hz
Bahama 115V/60Hz | Fr 220V/50Hz Yemen 240V/50Hz
Adalari Guyanasi
Barbados 115V/60Hz | Guyana 110V/60Hz&240V/50Hz | Katar 240V/50Hz
Belize 110V/60Hz | Paraguay |220V/50Hz S. 127/220V/50
Arabistan |[veya 60Hz
Bermuda 115V/60Hz | Peru 220V/60Hz Digerleri 220V/50Hz
Kosta Rika | 120V/60Hz | Surinam 110-127V/60Hz
Kiba 120V/60Hz | Uruguay 220V/50Hz Asya ve
Pasifik
Dominik 110V/60Hz | Venezuela | 120V/60Hz Avustralya | 240-
250V/50Hz
Dominik 110V/60Hz Fiji Adalar | 240V/50Hz
Cum.
El Salvador | 115V/60Hz | Avrupa P. Yeni 240V/50Hz
Gine
Grenada 220V/50Hz | Cebelitarik | 240V/50Hz Solomon 240V/50Hz
Ada.
Guadeloupe | 220V/50Hz | Malta 240V/50Hz Tahiti 127V/60Hz
Guatemala | 115V/60Hz| U.K. 240V/50Hz Brunei 240V/60Hz
Haiti 110V/60Hz | Digerleri 220V/50Hz Cin 250V/50Hz
Honduras 110V/60Hz Japonya 100V-200V/50
veya 60Hz
Jamaika 110V/50Hz | Afrika Kuzey 220V/60Hz
Kore
Martinik 220V/50Hz | Gana 240V/50Hz Glney 110V-220Vv/60
Kore Hz
Meksika 120V/60Hz | Kenya 240V/50Hz Malezya 240V/50Hz
Monteserrat | 220V/60Hz | Liberya 120V/60Hz Filipinler 110-220V/60
Hz
Holl.. 120V/50Hz | Libya 110-115V/50Hz Sabah 240V/50Hz
Antilleri
Nikaragua 120V/60Hz | Fas 120V/50Hz Tayvan 110V/60Hz
Panama 120V/60Hz | Senegal 110V/50Hz Vietnam 120V/50Hz
Porto Riko 120V/60Hz | Seychelles | 240V/50Hz Digerleri 220V/50Hz
St. 220V/50Hz | Sudan 240V/50Hz
Kitts&Nevis
St.Lucia 240V/50Hz | Uganda 240V/50Hz
St. Vincent | 220V/50Hz | Digerleri 220V/50Hz
Trinidad 120V/60Hz
Virgin 120V/60Hz

Adalari




KAYNAKCA

* http://www.artsan.net/ups-

nedir/kesintisiz-guc-kaynagi-terimler-
listesi.html
* http://www.kontrolkalemi.com/forum/up

s-and-jeneratorler/6735-ups-kesintisiz-
guc-kaynagi-cesitleri.html

* http://320volt.com/anahtarlamali-guc-

kaynaklari-genel-ozellikleri-cesitleri/
http://www.kobitek.com/makale.php?i
* http://www.upsdunyasi.com/ups-
nedir.html

« www.upsteknoloji.com/ups-nedir.asp

« www.fcm.com.tr/onlineups/990-UPS-
Nedir

* http://www.acdc.com.tr/en/technical-
informations.htm?id=12&key=KGK'dan%
20Beklenen%20%D6zellikler




Sonuclar

Bu seminer kapsaminda;

kesintisiz gli¢ kaynaklarinin yapailari,
cesitleri, siniflandirilmalari, nerelerde
kullanildiklari, ne i¢in kullanildiklar:
arastirilmis ve kisaca ozetlenmistir.



